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(54) 반사판 및 그 제조방법, 및 반사판을 구비한 반사형표시소자 및 그 제조방법

요약

    
반사판은 복수의 미소한 주상부(柱狀部)가 각각 독립 또는 일부 결합하여 구성된 주상부 집합체를 기본단위로 하고, 그 
요철(凹凸)구조체가 복수 설치된 기판과, 상기 요철구조체의 위에 설치된 광반사성 박막을 구비하고 있다. 이것에 의해 
입사광을 정반사 방향이 아니라, 정면방향 등으로 광을 산란, 반사시킬 수 있어, 콘트라스트특성 및 페이퍼화이트성이 
뛰어난 반사판 및 그 제조방법, 및 그것을 구비한 반사형 표시소자를 제공할 수 있다. 또한, 한쌍의 기판 사이에 액정층
이 설치된 반사형 표시소자로서, 상기 한쌍의 기판 중 한쪽의 기판에는 금속막으로 덮인 요철과, 상기 대향기판을 지지
하는 지지부가 일체적으로 성형되어 설치되어 있다. 이것에 의해, 정반사 방향으로의 반사를 저감시켜, 밝고 또 백색도
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를 높게 할 수 있음과 동시에, 셀갭을 균일하게 하여 표시얼룩의 발생을 저감할 수 있다.
    

대표도
도 1

색인어
반사판, 주상부(柱狀部) 집합체, 광반사성박막, 콘트라스트특성, 백색도, 표시얼룩

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시의 형태 1에 관한 반사판의 구성을 나타내는 단면도,

도 2(A)는 상기 실시의 형태 1의 반사판에서의 주상부(柱狀部) 집합체를 나타내는 평면도이고, 도 2(B)는 도 2(A)에
서의 A-A'선을 따른 단면도,

도 3은 상기 실시의 형태 1에 관한 반사판에서의 광반사성 박막을 나타내는 사시도,

도 4는 상기 실시의 형태 1에 관한 반사판에서의 광의 산란, 반사상태를 나타내는 설명도,

도 5는 상기 실시의 형태 1에 관한 반사판의 제조공정을 설명하기 위한 단면도,

도 6은 상기 반사판의 제조공정에서 사용하는 포토마스크의 차광부의 패턴형상을 개략적으로 나타내는 평면도,

도 7은 레지스트기둥의 최대폭과 볼록부의 높이와의 관계를 나타내는 그래프,

도 8은 상기 실시의 형태 1에 관한 반사판을 구비한 반사형 액정표시소자의 구성을 나타내는 단면도,

도 9(A)는 본 발명의 실시의 형태 2에 관한 반사판의 구성을 나타내는 단면도이고, 도 9(B)는 그 반사판에서의 계단형
상 구조체를 나타내는 평면도,

도 10은 상기 실시의 형태 2에 관한 반사판의 제조방법을 설명하기 위한 단면도,

도 11은 상기 반사판의 제조공정에 있어서 사용하는 포토마스크의 차광부의 패턴형상을 개략적으로 나타내는 평면도,

도 12는 상기 실시의 형태 2에 관한 반사판의 다른 제조방법을 설명하기 위한 단면도,

도 13은 상기 반사판의 제조공정에 있어서 사용하는 포토마스크의 차광부의 패턴형상을 개략적으로 나타내는 평면도로
서, 도 13(A)는 제1 노광공정에서 사용하는 포토마스크이며, 도 13(B)는 제2 노광공정에서 사용하는 포토마스크를 
나타내고, 도 13(C)는 제3 노광공정에서 사용하는 포토마스크를 나타내며,

도 14는 본 발명의 실시의 형태 3에 관한 반사판의 제조방법을 설명하기 위한 단면도,

도 15는 상기 반사판의 제조공정에서 사용하는 포토마스크를 개략적으로 나타내는 평면도로서, 도 15(A)는 노광공정
에서 사용하는 포토마스크를 나타내고, 도 15(B)는 딥UV조사공정에서 사용하는 포토마스크를 나타내며,

도 16은 본 발명의 실시의 형태 4에 관한 반사형 액정표시소자의 구성을 나타내는 단면도,
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도 17은 상기 반사형 액정표시소자에서의 반사판의 제조방법을 설명하기 위한 단면도,

도 18은 본 발명의 실시의 형태 5에 관한 반사형 액정표시소자의 구성을 나타내는 단면도,

도 19(A)는 상기 반사형 액정표시소자에서의 반사판의 요부를 나타내는 단면도이며, 도 19(B)는 그 반사판에서의 박
막과 화소전극을 나타내는 평면도,

도 20은 상기 반사판의 제조방법을 설명하기 위한 단면도,

도 21은 본 발명의 실시의 형태 6에 관한 반사판의 제조방법을 설명하기 위한 플로차트,

도 22는 본 발명의 다른 반사판에서의 요철구조체를 개략적으로 나타내는 단면도,

도 23(A)는 본 발명의 다른 반사판에서의 요철구조체로서의 주상부 집합체의 배치상태를 나타내는 평면도이고, 도 2
3(B)는 도 23(A)에서의 B-B'선을 따른 단면도,

도 24(A)는 본 발명의 또다른 반사판에서의 요철구조체로서의 주상부 집합체의 배치상태를 나타내는 평면도이고, 도 
24(B)는 도 24(A)에서의 C-C'선을 따른 단면도,

도 25는 본 발명의 회절형 반사판의 구성을 나타내는 설명도로서, 도 25(A)는 그 회절형 반사판을 나타내는 부분단면
도이고, 도 25(B)는 요철구조체의 배치상태를 나타내는 평면도,

도 26(A)는 요철구조체가 회절격자인 경우의 볼록부의 단면형상을 나타내는 단면도이고, 도 26(B)는 복수의 회절격
자 모양의 요철구조체를 평면시(平面視)한 평면도,

도 27은 본 발명의 다른 반사판의 구성을 개략적으로 나타내는 단면도,

도 28은 본 발명의 실시의 형태 7에 관한 반사형 표시소자의 제조방법에서 사용하는 정반의 표면형상을 나타낸 사시도
이고,

도 29(A) ∼ 도 29(C)는 본 발명의 표시소자의 제조방법의 공정을 나타낸 도면,

도 30은 상기 실시의 형태 7에 관한 반사형 표시소자를 나타내는 단면도,

도 31(A)는 베이스필름을 금속롤로 가열프레스하여 성형하는 상태를 나타내는 설명도이고, 도 31(B)는 라미네이트형
의 필름레지스트를 나타내는 단면도이며, 도 31(C)는 베이스필름에 의해 부형(賦型)된 레지스트수지막이 기판상에 형
성되어 있는 상태를 나타내는 단면도,

도 32는 본 발명의 실시의 형태 8에서 사용하는 포토마스크의 망점패턴을 개략적으로 나타내는 평면도,

도 33(A)는 유리기판상에 도포한 레지스트막을 나타내는 단면도이고, 도 33(B)는 레지스트막의 노광을 설명하기 위
한 단면도이며, 도 33(C)는 노광된 레지스트막의 현상을 설명하기 위한 단면도이고, 도 33(D)는 볼록부의 열처리를 
설명하기 위한 단면도이며, 도 33(E)는 열처리 후의 볼록부 상에 금속반사막을 형성하는 공정을 설명하기 위한 단면도,

도 34는 종래의 반사판의 개략 구성을 나타내는 단면 모식도,

도 35(A) ∼ (E)는 상기 반사판의 제조방법을 설명하기 위한 단면도,
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도 35(A)는 기판 상에 도포한 레지스트막을 나타내는 단면도이고, 도 35(B)는 레지스트막의 노광을 설명하기 위한 단
면도이며, 도 35(C)는 노광된 레지스트막의 현상을 설명하기 위한 단면도이고, 도 35(D)는 볼록부의 열처리를 설명하
기 위한 단면도이며, 도 35(E)는 열처리 후의 볼록부 상에 고분자 수지막을 형성하는 공정을 설명하기 위한 단면도이
고, 도 35(F)는 열처리 후의 볼록부 상에 화소전극을 형성하는 공정을 설명하기 위한 단면도,

도 36(A) ∼ 36(E)는 상기 반사판에서의 콘택트홀의 형성을 설명하기 위한 단면도이다.

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 OA기기, 퍼스널컴퓨터, 휴대전화, 휴대정보단말 등에 이용되는 액정표시소자로서, 외광을 반사하는 것에 의
해 화상을 표시하는 반사형 액정표시장치에 이용되는 반사판 및 그 제조방법, 및 반사형 액정표시소자 및 그 제조방법
에 관한 것이다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

근래, AV기기나 정보기기의 소형화, 박형화에 따라서 이들의 기기에 대하여, 수광형 표시소자로서의 액정표시소자의 
수요가 높아져 가고 있다. 정보기기에 대해서는 멀티미디어회사의 도래에 의해 보다 휴대성이 높은 노트북형 퍼스널컴
퓨터에 탑재가능한 액정표시소자가 요구되고 있다. 또, 휴대정보단말의 분야에서는 보다 박형이며 경량임과 동시에, 저
소비전력의 액정표시소자가 요구되고 있다.

    
이러한 액정표시소자로서는 백라이트를 액정패널의 배면에 배치한 투과형과, 반사판을 배치하여 외광을 조명광으로서 
이용하는 반사형이 있다. 또한, 하프미러를 구비한 액정표시소자로서, 밝은 환경하에서는 외광을 반사판으로 반사시켜 
조명광으로서 이용하고, 어두운 환경하에서는 백라이트를 병용하는 반투과형(半透過型) 인 것도 있다. 특히, 반사형 및 
반투과형 액정표시소자는 외광을 반사시키는 것에 의해 화상을 표시하는 방식이고, 통상은 백라이트유닛 등의 광원을 
필요로 하지 않으므로, 종래의 투과형 액정표시소자와 비교하면, 저소비전력, 박형, 경량화가 가능하다. 통상, 반사형 
액정표시소자에서는 배면에 알루미늄 또는 은으로 이루어지는 산란반사판을 액정패널의 배후에 배치하지만, 손목시계 
등에 적용되는 흑백표시의 소자에서는 유리의 외측에 편광판이 있는 산란반사판을 첩부하고 있다. 또, 반사형 액정표시
소자의 표시모드로서는 TN(Twisted Nematic) 방식, STN(Super Twisted Nematic) 방식, 이색성(二色性) 색소를 
포함하는 게스트-호스트(Guest-Host)방식 등이 주로 이용되고 있다.
    

    
그런데, 이 반사형 액정표시소자에 있어서는 보다 밝고 양호한 표시를 얻기 위해, 입사광을 표시화면에 수직인 정시각
(正視角) 방향으로 반사·산란시키고, 광의 강도를 증가시킬 필요가 있다. 게다가, 입사광에 대해서도 소정의 방향으로
부터 일정한 각도로 입사하는 외광을 정시각 방향으로 반사·산란시킬 뿐만 아니라, 여러가지의 방향으로부터 임의의 
각도로 입사하는 외광에 대해서도 마찬가지로 정시각 방향으로 반사·산란시키는 것이 바람직하다. 따라서, 임의의 방
향으로부터 입사하는 외광을 표시광으로서 효율좋게 이용할 수 있는 최적의 반사특성을 가지는 반사판을 제작하는 것
이 필요하게 된다. 여기서 최적의 반사특성이란 결국, 반사판이 입사광을 광범위하게 또한 고반사율로 반사하는 특성을 
가지고 있는 것을 의미한다.
    

종래의 반사판, 예컨대 기판 상에 경면(鏡面)형태의 금속막이 성막된 것을 사용한 경우에는 정반사방향으로만 입사광
이 반사되고, 정반사방향 이외의 방향에서는 반사율이 낮았다. 따라서, 정시각 방향 등 관찰자의 시인(視認)방향에서는 
표시화면이 매우 어둡게 되어, 현저한 표시품위의 열화를 초래한다고 하는 과제가 있었다.
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이와 같은 과제에 대하여, 예컨대 특개평4-243226호 공보에서는 요철형상을 가지는 산란반사판을 구비한 반사형 액
정표시패널이 개시되어 있다. 이 공보에 기재된 산란반사판은, 그 반사면의 형상이 균일하고 또한 재현성 좋게 형성하
기 위해 이하의 방법으로 제작하고 있다. 즉, 도 33(A)에 나타내는 바와 같이 유리기판(201) 상에 레지스트막(202)
을 도포한다. 다음으로, 도 33(B)에 나타내는 바와 같이 레지스트막(202)을 소정의 형상으로 패터닝한 포토마스크(2
03)로 덮어 노광한다. 이어서, 노광된 레지스트막(202)을 현상제로 현상하고, 도 33(C)에 나타내는 다수의 볼록부(2
04)를 형성한다. 그 볼록부(204)의 단면형상에 있어서 그 각은 대략 직각으로 되어 있으므로, 볼록부(204)의 각(角)
을 둥굴게 할 필요가 있다. 따라서, 열처리를 행함으로써 도 33(D)에 나타내는 바와 같은 형상으로 한다. 게다가, 그 
볼록부(204)가 형성된 유리기판(201) 상에 Ag을 증착하여 금속반사막(206)을 형성한다(도 33(E)). 이상에 의해 산
란반사판을 제작하고 있다.
    

또한, 상기한 과제에 대하여, 정반사(正反射)영역으로의 입사광의 반사를 경감한 반사특성을 가지는 화소전극이, 예컨
대 특개평6-27481호 공보 등에 개시되어 있다. 이 공보에 의하면 도 34에 나타내는 바와 같이, 반사판(210)은 복수
의 볼록부(212a, 212b)가 형성된 기판(211) 상에 고분자 수지막(214)이 설치되며, 게다가 그 고분자 수지막(214) 
상에 화소전극(215)이 설치된 구성을 가지고 있다. 또, 그 화소전극(215)의 표면은 연속한 파상(波狀)으로 되어 있다.

    
상기 반사판(210)의 형성방법으로서는, 이하와 같은 방법이 이용되고 있다(도 35). 우선, 도 35(A)에 나타내는 바와 
같이 기판(211) 상에 감광성 수지로 이루어지는 레지스트막(212)을 스핀코트법에 의해 도포한 후, 소정의 처리온도로 
프리베이크한다. 이어서, 도 35(B)에 나타내는 바와 같이 포토마스크(213)를 사용하고, 레지스트막(212)의 상방에 
배치하여 노광한다. 다음으로 현상액을 사용하여 현상을 행하며, 도 35(C)에 나타내는 바와 같이 기판(211) 상에 높
이가 다른 볼록부(212a, 212b)를 형성한다. 이어서, 도 35(D)에 나타내는 바와 같이 볼록부(212a, 212b)를 소정의 
온도로 1시간 가열하여 열처리를 행한다. 이것에 의해 볼록부(212a, 212b)의 모서리부(角部)를 둥글게 한 볼록부(1
02a, 102b)가 형성된다. 다음으로 도 35(E)에 나타내는 바와 같이 열처리가 끝난 기판(211)의 위에 고분자 수지를 
스핀코트하여 고분자 수지막(214)을 형성한다. 마지막으로, 이 고분자 수지막(214)상에 화소전극(215)을 스퍼터링법
에 의해 형성한다(도 35(F)).
    

또한, 특개평9-292304호 공보에 의하면, 반사판에 있어서는 요철형상의 화소전극 표면에서의 미소한 면과 기판면과
의 이루는 각도를 경사각으로 정의하면, 그 경사각의 분포에 의해 반사판의 반사특성, 즉 기판의 법선방향에 대한 반사
율 및 밝기 등이 결정되는 것이 개시되어 있다.

    
그러나, 상기 종래의 반사판은 포토레지스트로 볼록부를 형성하고, 열로 용융시켜 둥글게 함으로써 요철형상을 형성하
고 있으므로, 그 형상은 열용융에 의한 자연의 원(丸)으로 결정되어, 정밀하게 제어하는 것이 곤란하다. 이것에 의해 볼
록부의 경사각 분포는 실제로는 소정의 반사특성이 되도록 형성되어 있지 않은 것은 명백하다. 따라서, 상기 종래의 반
사판은 시각방향의 밝기가 불충분하며 정반사가 강하게 되는 결과, 시각방향의 밝기가 불충분하며, 넓은 범위에 있어서 
양호한 페이퍼화이트성(性)이 얻어지지 않는다. 또한, 출사각도의존이 크기때문에, 메탈릭한 표시로 보일 수 있는 등의 
문제점을 가지고 있다. 또, 포토리소그라피법에 의해 볼록부를 형성하므로, 통상의 제조공정에 더하여 더욱 공정수가 
증가한다고 하는 문제가 있다.
    

    
한편, 액정표시소자는 셀갭을 일정하게 유지하기 위해, 한쌍의 기판 사이에 소정의 크기 또는 높이를 가지는 스페이서
를 구비하고 있다. 구체적으로는 표시부의 셀 내에서 볼형상(구형상)의 스페이서를 사용함과 동시에, 기판 주변에 프레
임형상으로 도포하는 실(seal)수지 중에도 볼형상 또는 화이바형상의 스페이서를 혼합하여 사용하는 것이 일반적이다. 
그러나, 상기 종래의 산란반사판을 구비한 반사형 액정표시소자에 대하여 스페이서를 기판 상에 산포하면, 당해 산란반
사판은 요철형상이므로 셀갭을 일정한 정밀도내에서 균일하게 유지하는 것이 곤란하다.
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또한, 상기 종래의 산란반사판에 예컨대 박막트랜지스터(Thin Film Transistor : 이하, 단지 TFT라고 한다)나 박막
다이오드(Thin Film Diode : 이하, TFD라고 한다) 등의 스위칭소자(216)를 설치한 경우에는 화소전극(215)과 그 
스위칭소자(216)를 전기적으로 접속할 필요성이 생기므로, 콘택트홀(217)이 형성된다(도 36(E)). 그러나, 상기 콘택
트홀(217)을 형성할 때 이하에 설명하는 종래의 방법에서는 그 콘택트홀(217)이 막히며, 또는 의도하는 필요한 개구
면적보다도 작게 되는 경우가 있다. 즉, 도 36(A) ∼ 도 36(C)에 나타내는 바와 같이, 콘택트홀(217)은 볼록부(212
a, 212b)의 형성과 동시에 형성되지만, 그 볼록부(212a, 212b)의 형성과정에서의 열처리를 행할 때의 열변형에 의해, 
도 36(D)에 나타내는 바와 같이 개구부가 작게 된다든지, 또는 폐색되는 일이 있다. 이것에 의해 화소전극(215)과 스
위칭소자(216)와의 콘택트저항이 증대하고, 상기 반사판을 구비한 반사형 액정표시소자에서의 표시품위가 열화하는 
등의 중대한 영향을 미친다고 하는 문제점을 가지고 있다.
    

본 발명은, 상기 종래의 문제점을 감안하여 이루어진 것이며, 콘트라스트특성, 페이퍼화이트성 등의 반사특성이 뛰어난 
반사판 및 그 제조방법, 및 그 반사판을 구비한 반사형 액정표시소자를 제공하는 것을 제1의 목적으로 한다.

또, 셀갭을 균일하게 유지하면서, 반사특성이 뛰어난 반사판 및 그 제조방법, 및 그 반사판을 구비한 반사형 액정표시소
자를 제공하는 것을 제2의 목적으로 한다.

게다가, 상기한 바와 같은 반사판을 구비한 경우에도, 화소전극과 스위칭소자를 전기적으로 접속하기 위한 콘택트홀의 
개구의 크기를 충분하게 확보가능한 반사판의 제조방법을 제공하는 것을 제3의 목적으로 한다.

    발명의 구성 및 작용

이하의 설명에서는, 밀접하게 연속한 발명마다 제1의 발명군과 제2의 발명군으로 크게 나누어 설명하는 것으로 한다. 
제1의 발명군에서는 복수의 요철을 가지는 요철구조체를 기본 단위로 하여, 이 요철구조체가 복수 설치된 반사판에 관
하여 설명한다. 또 제2의 발명군에서는 금속막으로 덮인 요철과, 스페이서로서의 역할을 맡는 지지부가 일체적으로 성
형된 반사판에 관한여 설명한다.

[제1의 발명군]

상기한 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 관한 반사판은 복수의 요철을 가지는 요철구조체를 기본단위로 하고, 당해 요
철구조체가 복수 설치된 기판과, 상기 요철구조체의 위에 설치된 광반사성 박막을 구비하는 것을 특징으로 한다.

상기 광반사성 박막은 요철구조체 상에 설치되어 있고, 그 광반사성 박막의 표면형상은 요철구조체의 형상에 따른 것으
로 된다. 게다가 각 요철구조체는 복수의 요철을 가지고 있으므로, 예컨대 당해 요철의 분포등을 변화시킴으로써 요철
구조체의 평면형상 및 단면형상을 용이하게 제어할 수 있다. 이것에 의해 임의의 방향으로부터 입사한 광을 정반사 방
향이 아니라 반사판의 정면방향 등으로 반사·산란시킬 수 있다.

상기한 구성에 있어서 상기 기판상에 설치된 상기 요철구조체가 임의의 방향으로 랜덤하게 분산배치되어 있는 구성으
로 할 수 있다.

상기 구성에 있어서, 기본단위로서의 요철구조체는 일정한 주기로 반복하여 나타나지 않는 구조로 되어 있으므로, 광의 
간섭의 발생을 억제하고, 예컨대 반사광의 착색현상의 발생을 억제할 수 있다.

또 상기의 구성에 있어서, 상기 요철구조체에서의 요철부의 정수리부의 높이위치, 또는 저부(底部)의 깊이위치가 서로 
다른 것으로 할 수 있다.

    
이것에 의해 요철구조체 상에 설치된 광반사성 박막에 경사면을 형성할 수 있다. 게다가, 정수리부와 정수리부 또는 저
부와 저부와의 고저차를 확대 또는 축소함으로써, 경사면과 기판면과의 이루는 각(이하, 경사각이라고 함)을 크게 하거
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나 또는 작게 하는 등의 경사각의 제어가 가능하게 된다. 이 결과, 광반사성 박막의 표면은 이방성을 가지는 범위의 방
향으로 광을 산란·반사시키는 것이 가능하게 되고, 정반사 방향이 아니라 소정의 각도범위 내의 방향에 대하여 밝게 
반사시킬 수 있다. 또, 요철구조체에 3개 이상의 정수리부를 구비시키면, 각 정수리부 사이에서의 높이 위치가 다르므
로, 경사각의 분포를 제어하거나 단면형상을 비대칭으로 할 수 있다. 예컨대 3개 이상의 정수리부를 그들의 높이 위치
가 연속하여 높게 되도록 배치시키고, 동시에 한쪽의 정수리부 사이에서의 고저차와, 다른쪽의 정수리부 사이에서의 고
저차를 다르게 하면, 경사각에 분포가 생긴다. 그리고 각 고저차를 변화시키는 것에 의해 소망하는 경사각 분포로 제어
할 수 있다. 또, 3이상의 정수리부의 높이 위치가 서서히 높게 되어 가고, 어떤 점에서 피크를 억제하여, 그후는 서서히 
낮게 되어 가는 불연속인 배치로 하면, 단면형상이 비대칭인 요철구조체로 할 수 있다.
    

또, 상기한 구성에서 상기 요철구조체는 서로 높이가 다른 복수의 미소한 주상부(柱狀部)가 각각 독립하여, 또는 적어
도 일부가 결합하여 구성된 주상부 집합체로 할 수 있다.

상기한 구성에 있어서, 복수의 미소한 주상부를 각각 높이를 다르게 하여 소정의 높이분포가 되도록 형성함으로써, 주
상부 집합체의 위에 설치되는 광반사성 박막의 경사각분포를 정밀하게 제어할 수 있다. 이 결과, 페이퍼화이트성 등이 
뛰어난 반사특성을 가지는 반사판을 제공할 수 있다.

또 상기한 구성에 있어서, 상기 요철구조체는 계단형상의 단부를 복수 가지는 계단형상 구조체인 것을 특징으로 한다.

상기한 구성에 의하면, 요철 구조체를 상기 구성의 계단형상 구조체로 하고, 계단형상의 단부의 높이 위치를 서로 다르
게 함으로써, 경사각 분포의 정밀한 제어가 가능하게 된다. 이 결과, 페이퍼화이트성 등이 뛰어난 반사특성을 가지는 반
사판을 제공할 수 있다.

게다가 상기한 구성에 있어서, 상기 요철구조체의 높이분포는 피크가 중심부분으로부터 특정방향으로 어긋난 위치에 있
고, 또한 그 피크로부터 주연(周緣)을 향하여 감소경향을 나타내는 분포상태를 나타내고, 상기 요철구조체를 덮는 상기 
광반사성 박막의 표면은 상기 특정방향에서의 곡율이 상기 특정방향과는 반대의 방향에서의 곡율보다도 큰 곡면인 것
을 특징으로 한다.

게다가 상기한 구성에 있어서 상기 요철구조체와 광반사성 박막과의 사이에는 적어도 1층의 고분자 수지층이 설치되어 
있는 것을 특징으로 한다.

    
상기한 구성에 의하면, 각 요철구조체 사이의 이간거리가 큰 경우라도, 기판면과 평행한 평탄부를 완만한 곡면형상으로 
할 수 있다. 이것에 의해 기판에 평행한 평탄영역이 형성되지 않으므로 정반사방향으로 반사하는 광을 저감할 수 있다. 
또, 요철구조체가 주상부 집합체인 경우, 주상부 간의 곡부(谷部)가 깊어도 그 곡부에 고분자 수지층이 매립되는 결과, 
연속적으로 높이 분포가 변화하는 완만한 곡면형상으로 할 수 있다. 게다가 요철구조체가 계단형상 구조체인 경우, 광
반사성 박막의 표면형상에 있어서 단부의 형상이 반영(反映)되지 않도록 연속적으로 높이 분포가 변화한 완만한 곡면
형상으로 할 수 있다.
    

또한 상기한 구성에 있어서, 상기 반사판이 복수의 상기 요철구조체가 상기 기판상에 주기적으로 설치된, 광을 반사회
절시키는 회절형 반사판으로 할 수 있다.

또 상기한 구성에 있어서 상기 요철구조체의 평면형상에서의 크기가 1㎛ 이상, 100㎛ 이하의 범위 내에 있는 것을 특
징으로 한다.

상기한 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 관한 반사판은 비선형 소자가 설치된 기판과, 상기 기판상에 설치되어 소정의 
영역에 요철구조체를 가지는 감광성 수지층과, 상기 감광성 수지층 상에 설치된 광반사성을 가지는 화소전극으로서, 그 
감광성 수지층에 설치된 콘택트홀을 거쳐 상기 비선형소자와 전기적으로 접속된 그 화소전극을 구비하며, 상기 콘택트
홀의 저부에는 광반사성막이 설치되어 있는 것을 특징으로 한다.

 - 7 -



공개특허 특2001-0082507

 
    
상기한 구성에 의하면, 콘택트홀의 형성위치에 광반사막이 설치되어 있으므로, 노광을 행할 때에 그 광반사막 근방에서
는 광이 반사된다. 이 때문에 콘택트홀의 형성위치에서는 다른 노광되는 영역보다도 노광량을 많게 할 수 있다. 따라서, 
현상을 행한 때에는 단면형상이 거의 대(台)형상의 콘택트홀이 형성되므로, 예컨대 열처리공정을 행하는 것에 의해 열
변형이 생겨도, 콘택트홀의 저부가 폐색되는 것을 방지할 수 있다. 따라서, 콘택트저항의 증대나 동작불량 등을 억제한 
반사판을 실현할 수 있다.
    

상기한 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 관한 반사판은 비선형 소자가 설치된 기판과, 상기 기판 상에 설치되어 소정의 
영역에 요철구조체를 가지는 감광성 수지층과, 상기 감광성 수지층 상에 설치된 광반사성을 가지는 화소전극으로서, 그 
감광성 수지층에 설치된 콘택트홀을 거쳐 상기 비선형 소자와 전기적으로 접속된 그 화소전극을 구비하고, 상기 콘택트
홀의 저부에는 상기 감광성 수지층보다도 표면 에너지가 큰 박막이 설치되어 있는 것을 특징으로 한다.

상기한 구성에 의하면, 콘택트홀의 형성위치에 감광성 수지층보다도 표면에너지가 큰 프레임형상의 박막이 설치되어 있
으므로, 예컨대 열처리공정을 행함으로써 열변형이 발생하여도 그 감광성 수지층이 유동하는 것에 의해 콘택트홀의 저
부를 폐색하는 것을 방지할 수 있다. 따라서, 콘택트저항의 증대나 동작불량 등을 억제한 반사판을 실현할 수 있다.

게다가 상기한 구성에 있어서, 상기 감광성 수지층에서의 콘택트홀의 내벽 근방의 가교도는 다른 부분과 비교하여 큰 
것을 특징으로 한다.

상기한 구성에 의하면, 예컨대 단파장영역의 자외선이나 전자선을 콘택트홀 근방에 조사하는 것에 의해, 그 콘택트홀의 
내벽근방의 가교를 진행시켜 경화시키므로, 열처리에 의한 열변형이 발생하는 것을 한층 방지할 수 있다.

상기한 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 관한 반사판은 비선형 소자가 설치된 기판과, 상기 기판 상에 설치되어 소정의 
영역에 요철구조체를 가지는 감광성 수지층과, 상기 감광성 수지층 상에 설치된 광반사성을 가지는 화소전극으로서, 그 
감광성 수지층에 설치된 콘택트홀을 거쳐 상기 비선형 소자와 전기적으로 접속된 그 화소전극을 구비하며, 상기 콘택트
홀은 그 내벽근방의 가교도가 다른 부분보다도 크게 되도록 설치되어 있는 것을 특징으로 한다.

상기한 구성에 의하면, 예컨대 단파장영역의 자외선이나 전자선을 콘택트홀 근방에 조사하는 것에 의해 그 콘택트홀의 
내벽근방의 가교를 진행시켜, 이 결과 열처리에 의한 열변형이 발생하는 것을 방지할 수 있다.

상기한 과제를 해결하기 위해 투명성을 가지는 대향기판과, 상기 대향기판에 대향하는 반사판으로서, 복수의 요철을 가
지는 요철구조체를 기본단위로 하여, 당해 요철구조체가 복수 설치된 기판과, 상기 요철구조체의 위에 설치된 광반사성 
박막을 포함하여 이루어지는 반사판과, 상기 대향기판과 반사판과의 사이에 끼워 지지된 액정층을 가지고 있는 것을 특
징으로 한다.

상기한 구성에 의하면, 콘트라스트특성 및 페이퍼화이트성이 뛰어난 반사판을 구비하는 반사형 액정표시소자를 제공할 
수 있다.

    
상기한 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 관한 반사판의 제조방법은 기판 상에 감광성 수지층을 형성하는 공정과, 상기 
감광성 수지층에 소정의 형상으로 패터닝된 차광부를 가지는 포토마스크를 거쳐 광을 조사하는 노광공정과, 광조사된 
상기 감광성 수지층을 현상하여, 복수의 레지스트기둥을 형성하는 현상공정과, 상기 복수의 레지스트기둥을 형성한 기
판에 열처리를 행함으로써, 서로 높이가 다른 복수의 미소한 주상부가 각각 독립하여, 또는 적어도 일부가 결합하여 구
성된 주상부 집합체를 형성하는 열처리 공정과, 상기 주상부 집합체 상에 광반사성 박막을 형성하는 공정을 구비하고, 
상기 포토마스크로서 서로 크기가 다른 미소한 차광부가 복수 집합하여 하나의 구성단위를 이루고, 그 구성단위가 복수 
형성된 마스크를 사용하는 것을 특징으로 한다.
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상기한 방법에 있어서는, 우선 기판상에 형성된 감광성 수지층을 노광후, 현상하는 것에 의해 높이 분포가 일정한 레지
스트기둥을 복수 형성한다. 게다가 그 레지스트기둥이 형성된 기판을 열처리하는 것에 의해, 레지스트기둥을 열변형시
켜, 서로 높이가 다른 복수의 미소한 주상부를 형성할 수 있다. 각 주상부의 높이가 다른 것은 열처리공정 전의 레지스
트기둥의 평면형상이 차광부의 형상 및 크기에 대응하여, 서로 다른 형상으로 되어 있기 때문이다. 예컨대, 레지스트 기
둥에서의 평면형상의 면적과, 열변형후의 레지스트기둥의 높이(즉, 주상부의 높이)가 일차 함수의 관계를 만족하는 감
광성 수지재료를 사용하고, 또한 처리온도를 소정의 범위내로 설정한 경우에는 그 면적이 큰 레지스트기둥만큼, 높은 
주상부를 형성할 수 있다. 따라서, 상기 면적을 변화시키는 것에 의해 주상부의 높이를 제어하여 형성할 수 있고, 이 결
과 주상부 집합체 상에 설치되는 광반사성 박막의 경사각분포를 정밀하게 제어한 반사판을 제작할 수 있다.
    

    
상기의 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 관한 반사판의 제조방법은 기판 상에 감광성수지층을 형성하는 공정과, 상기 
감광성 수지층에 광의 차폐율이 단계적으로 변화한 차광부를 가지는 포토마스크를 거쳐 광을 조사하는 노광공정과, 광
조사된 상기 감광성 수지층을 현상하여, 계단형상의 레지스트기둥을 복수 형성하는 현상공정과, 상기 복수의 레지스트
기둥을 형성한 기판에 열처리를 행하여 그 레지스트기둥의 각을 둥글게 함으로써, 계단형상의 단부를 복수 가지는 계단
형상 구조체를 형성하는 열처리 공정과, 상기 계단형상 구조체 상에 광반사성 박막을 형성하는 공정을 구비하는 것을 
특징으로 한다.
    

    
상기한 방법에 의하면, 포토마스크에서의 차광부의 광의 차폐율에 따라서, 감광성 수지층에 광이 조사되게 된다. 이 결
과, 영역마다 광분해 또는 가교의 정도를 다르게 할 수 있으므로, 현상공정을 행한 때에는 단면형상이 계단형상의 레지
스트기둥이 형성된다. 게다가, 열처리공정을 행함으로써 계단형상의 단부를 복수 가지는 계단형상 구조체를 형성할 수 
있다. 이와 같이, 상기 포토마스크에서의 광의 차폐율을 변화시킴으로써, 단부의 높이위치가 제어된 계단형상 구조체를 
형성함으로써, 그 계단형상 구조체 상에 설치된 광반사성 박막의 경사각분포를 정밀하게 제어할 수 있다.
    

    
상기한 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 관한 반사판의 제조방법은 기판상에 감광성 수지층을 형성하는 공정과, 소정
의 형상으로 패터닝된 차광부를 가지는 복수의 포토마스크로서, 상기 차광부의 차광범위의 크기가 포토마스크마다 서로 
다르게 되어 있고, 또한 어떠한 포토마스크에 있어서도, 그 포토마스크의 차광부와, 다음으로 작은 차광범위를 가지는 
차광부와의 사이에는 당해 차광부의 차광범위 내에 당해 작은 차광범위가 내포된 관계를 가지는, 그와 같은 복수의 포
토마스크를 준비하고, 차광부의 차광범위가 큰 포토마스크로부터 순차 사용하여 상기 감광성 수지층에 광을 조사하는 
노광공정과, 광조사된 상기 감광성 수지층을 현상하여 계단형상의 레지스트기둥을 복수 형성하는 현상공정과, 상기 계
단형상의 레지스트기둥을 형성한 기판에 열처리를 행하여 그 레지스트기둥의 각을 둥글게 함으로써, 계단형상의 단부를 
복수 가지는 계단형상 구조체를 형성하는 열처리 공정과, 상기 계단형상 구조체 상에 광반사성 박막을 형성하는 공정을 
구비하는 것을 특징으로 한다.
    

상기한 방법에 의하면, 적어도 2회이상 노광공정을 행하고, 각 노광공정마다 차광범위가 좁게 되어 가는 포토마스크를 
사용함으로써, 영역마다 적산노광량을 제어한다. 이것에 의해 영역마다 광분해 또는 가교의 정도를 다르게 할 수 있으
므로, 현상공정을 행하면 계단형상의 레지스트기둥이 형성되고, 이 결과 계단형상의 단부를 복수 가지는 계단형상 구조
체를 형성할 수 있다.

    
상기한 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 관한 반사판의 제조방법, 비선형 소자가 설치된 기판과, 상기 기판 상에 설치
되어 소정의 영역에 요철구조체를 가지는 감광성 수지층과, 상기 감광성 수지층 상에 설치된 광반사성을 가지는 화소전
극으로서, 그 감광성 수지층에 설치된 콘택트홀을 거쳐 상기 비선형 소자와 전기적으로 접속된 그 화소전극을 가지는 
반사판의 제조방법에 있어서, 상기 기판 상에 비선형 소자를 형성하는 공정과, 상기 콘택트홀의 형성위치에 소정의 형
상으로 패터닝된 광반사막을 형성하는 광반사막 형성공정과, 상기 기판 및 광반사막 상에 감광성 수지재료를 도포하는 
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도포공정과, 상기 감광성 수지재료에 소정의 형상으로 패터닝된 차광부를 가지는 포토마스크를 거쳐 광조사하는 노광공
정과, 광조사된 상기 감광성 수지재료를 현상하여, 상기 콘택트홀과 소정의 영역에 형성된 복수의 레지스트기둥을 구비
한 감광성 수지층을 형성하는 현상공정과, 상기 감광성 수지층을 열처리하는 것에 의해 복수의 상기 레지스트기둥의 가
장자리부를 열변형시켜 둥글게 하는 열처리공정과, 상기 감광성 수지층을 열처리하는 것에 의해 경화시키는 포스트베이
크공정과, 상기 감광성 수지층 상에 광반사성을 가지는 화소전극을 형성하는 화소전극 형성공정을 구비하는 것을 특징
으로 한다.
    

상기한 방법에 의하면, 콘택트홀의 형성위치에 미리 광반사막을 형성하므로, 상기 노광공정에 있어서 광을 조사할 때에
는 그 광반사막 근방에서 광이 반사된다. 이 결과, 광반사막 근방에서의 노광량이, 다른 노광되는 영역보다도 많게 된다. 
게다가, 현상공정에 의해 단면형상이 거의 대형상의 콘택트홀을 형성할 수 있다. 이 콘택트홀에서의 개구부분의 형상 
및 크기는 포토마스크의 패턴형상에 거의 대응하는 것이지만, 저부를 향함에 따라 크게 되고 있다.

이어서, 소정의 영역에 형성된 복수의 레지스트기둥을 열처리하는 것에 의해, 그들의 가장자리부를 열변형시킨다. 이 
때, 상기 콘택트홀의 개구부분이나 내벽면에 있어서도 열변형이 생기지만, 단면형상이 대형상으로 형성되어 있으므로, 
저부가 폐색되는 것을 방지할 수 있었던 콘택트홀을 형성할 수 있다. 이 결과, 콘택트저항의 증대나 동작불량 등을 억제
한 반사판을 형성할 수 있다.

    
상기한 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 관한 반사판의 제조방법, 비선형 소자가 설치된 기판과, 상기 기판상에 설치되
어 소정의 영역에 요철구조체를 가지는 감광성 수지층과, 상기 감광성 수지층 상에 설치된 광반사성을 가지는 화소전극
으로서, 그 감광성 수지층에 설치된 콘택트홀을 거쳐 상기 비선형소자와 전기적으로 접속된 그 화소전극을 가지는 반사
판의 제조방법에 있어서, 상기 기판 상에 비선형 소자를 형성하는 공정과, 상기 콘택트홀의 형성위치에 상기 감광성 수
지층보다도 표면에너지가 큰 프레임형상의 박막을 형상하는 박막형성공정과, 상기 기판 및 박막 상에 감광성 수지재료
를 도포하는 도포공정과, 상기 감광성 수지재료에 소정의 형상으로 패터닝된 차광부를 가지는 포토마스크를 거쳐 광조
사하는 노광공정과, 광조사된 상기 감광성 수지재료를 현상하여, 상기 콘택트홀과 소정의 영역에 형성된 복수의 레지스
트기둥을 구비한 감광성 수지층을 형성하는 현상공정과, 상기 감광성 수지층을 열처리하는 것에 의해, 복수의 상기 레
지스트기둥의 가장자리부를 열변형시켜 둥글게 하는 열처리 공정과, 상기 감광성 수지층을 열처리하는 것에 의해 경화
시키는 포스트베이크공정과, 상기 감광성 수지층 상에 광반사성을 가지는 화소전극을 형성하는 화소전극 형성공정을 구
비하는 것을 특징으로 한다.
    

    
상기한 방법에 의하면, 콘택트홀의 형성위치에, 감광성 수지층보다도 표면에너지가 큰 박막을 미리 형성하고 있으므로, 
상기 열처리 공정을 행하는 것에 의해 콘택트홀에서의 개구부분이나 내벽면이 열변형을 발생하여도, 그 열변형에 의한 
유동을 방지할 수 있다. 따라서, 콘택트홀의 저부가 폐색되는 것을 방지할 수 있어, 콘택트저항의 증대나 동작불량 등을 
억제한 반사판을 형성할 수 있다. 또한, 상기 박막이 프레임형상으로 형성되어 있는 것은 스위칭소자와 화소전극과의 
전기적인 접속을 확보하기 위함이다.
    

    
상기한 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 관한 반사판의 제조방법은 비선형 소자가 설치된 기판과, 상기 기판상에 설치
되어 소정의 영역에 요철구조체를 가지는 감광성 수지층과, 상기 감광성 수지층 상에 설치된 광반사성을 가지는 화소전
극으로서, 그 감광성 수지층에 설치된 콘택트홀을 거쳐 상기 비선형소자와 전기적으로 접속된 그 화소전극을 가지는 반
사판의 제조방법에 있어서, 상기 기판 상에 비선형 소자를 형성하는 공정과, 상기 비선형소자에서의 드레인 전극 상에, 
상기 감광성 수지층보다도 표면 에너지가 큰 박막을 형성하는 박막형성공정과, 상기 기판 및 박막상에 감광성 수지재료
를 도포하는 도포공정과, 상기 감광성 수지재료에 소정의 형상으로 패터닝된 차광부를 가지는 포토마스크를 거쳐 광조
사하는 노광공정과, 광조사된 상기 감광성 수지재료를 현상하여, 상기 콘택트홀과 소정의 영역에 형성된 복수의 레지스
트기둥을 구비한 감광성 수지층을 형성하는 현상공정과, 상기 감광성 수지층을 열처리하는 것에 의해 복수의 상기 레지
스트기둥의 가장자리부를 열변형시켜 둥글게 하는 열처리공정과, 상기 박막을 애싱에 의해 제거하는 제거공정과, 상기 
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감광성 수지층을 열처리하는 것에 의해 경화시키는 포스트베이크공정과, 상기 감광성 수지층 상에 광반사성을 가지는 
화소전극을 형성하는 화소전극 형성공정을 구비하는 것을 특징으로 한다.
    

상기한 방법에 의하면, 프레임형상이 아닌 박막을 형성한 경우에 있어서도 그 박막을 애싱에 의해 제거하면, 비선형 소
자와 화소전극과의 전기적은 접속을 확보할 수 있음과 동시에, 콘택트홀의 저부가 폐색되는 것을 방지하여, 콘택트저항
의 증대나 동작불량 등을 억제한 반사판을 형성할 수 있다.

    
상기한 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 관한 반사판의 제조방법은 비선형 소자가 설치된 기판과, 상기 기판상에 설치
되어 소정의 영역에 요철구조체를 가지는 감광성 수지층과, 상기 감광성 수지층 상에 설치된 광반사성을 가지는 화소전
극으로서, 그 감광성 수지층에 설치된 콘택트홀을 거쳐 상기 비선형 소자와 전기적으로 접속된 그 화소전극을 가지는 
반사판의 제조방법에 있어서, 상기 기판 상에 비선형소자를 형성하는 공정과, 상기 기판상에 감광성 수지재료를 도포하
는 도포공정과, 상기 감광성 수지재료에 소정의 형상으로 패터닝된 차광부를 가지는 포토마스크를 거쳐 광조사하는 노
광공정과, 광조사된 상기 감광성 수지재료를 현상하여, 상기 콘택트홀과 소정의 영역에 형성된 복수의 레지스트기둥을 
구비한 감광성 수지층을 형성하는 현상공정과, 상기 콘택트홀 근방에 단파장영역의 광을 조사하는 광조사공정과, 상기 
감광성 수지층을 열처리하는 것에 의해, 복수의 상기 레지스트기둥의 가장자리부를 열변형시켜 둥글게 하는 열처리 공
정과, 상기 감광성 수지층을 열처리하는 포스트베이크공정과, 상기 감광성 수지층 상에 광반사성을 가지는 화소전극을 
형성하는 화소전극 형성공정을 구비하고, 상기 콘택트홀의 내벽근방은 다른 부분보다도 가교도가 높은 것을 특징으로 
한다.
    

상기한 방법에 의하면, 노광·현상공정을 행하는 것에 의해 형성된 콘택트홀 근방에, 단파장영역의 광을 조사하는 것에 
의해 그 콘택트홀의 개구부분이나 내벽면 등의 가교를 촉진시켜, 다른 부분보다도 경화시킬 수 있다. 이 결과, 열처리공
정을 행하여도 콘택트홀 근방에서의 열변형을 억제할 수 있다. 따라서, 콘택트홀의 저부가 폐색되는 것을 방지하여, 콘
택트저항의 증대나 동작불량 등을 억제한 반사판을 형성할 수 있다.

게다가, 상기한 방법에 있어서 상기 열처리공정의 후에 또 상기 콘택트홀 근방에 단파장영역의 광을 조사하는 광조사공
정을 행하는 것을 특징으로 한다.

상기한 바와 같이, 열처리공정 후에 재차 광조사공정을 행함으로써 포스트베이크공정을 행할 때의 열변형을 더욱 억제
할 수 있어, 콘택트저항의 증대나 동작불량 등을 일층 억제할 수 있다.

    
상기한 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 관한 반사판의 제조방법은 기판 상에 감광성 수지재료를 형성하는 공정과, 상
기 감광성 수지재료에 소정의 형상으로 패터닝된 차광부를 가지는 제1 포토마스크를 거쳐 광조사하는 노광공정과, 광조
사된 상기 감광성 수지재료를 현상하여, 복수의 레지스트기둥을 형성하는 현상공정과, 복수의 상기 레지스트기둥에서의 
소정의 영역에 소정의 형상으로 패터닝된 개구부를 가지는 제2 포토마스크를 거쳐 단파장 영역의 광을 조사하는 조사
공정과, 상기 레지스트기둥을 열처리하는 것에 의해 복수의 상기 레지스트기둥의 가장자리부를 열변형시켜 단면형상이 
비대칭인 요철구조체를 복수 형성하는 열처리 공정과, 상기 감광성 수지층을 열처리하는 포스트베이크공정과, 상기 감
광성 수지층 상에 광반사성을 가지는 화소전극을 형성하는 화소전극 형성공정을 구비하는 것을 특징으로 한다.
    

    
상기한 방법에 의하면, 노광·현상공정을 행하는 것에 의해 형성된 레지스트기둥의 소정의 영역에, 단파장 영역의 광을 
조사하는 것에 의해 조사된 영역에서의 가교를 촉진하여 다른 부분보다도 경화시킬 수 있다. 이 결과, 열처리공정에서 
레지스트기둥을 열변형시킬 때에, 조사되고 있지 않은 영역에서는 열변형이 크지만, 경화된 부분에서는 열변형의 정도
를 작게 할 수 있다. 이것에 의해 단면형상이 비대칭인 요철구조체를 형성할 수 있어, 이방성을 가지는 범위의 방향으로 
광을 산란·반사시키는 것이 가능한 반사판을 제작할 수 있다. 게다가, 광조사공정에서의 조사조건을 적절하게 설정하
면 제어성 좋게, 게다가 소망하는 경사각을 구비한 단면형상이 비대칭인 요철구조체를 용이하게 형성할 수 있다.
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또한 상기한 방법에 있어서, 상기 열처리 공정의 후에 또 복수의 상기 요철구조체에 단파장영역의 광을 조사하는 광조
사공정을 행하는 것을 특징으로 한다.

상기한 바와 같이, 열처리 공정 후에 재차 광조사공정을 행하는 것에 의해 포스트베이크공정을 행할 때에 단면형상이 
비대칭인 요철구조체가 열변형을 하는 것을 억제할 수 있어, 소망하는 반사특성을 가진 반사판을 제작할 수 있다.

[제2의 발명군]

상기한 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 관한 반사형 표시소자는 한쌍의 기판사이에 액정층이 설치된 반사형 표시소자
로서, 상기 한쌍의 기판 중 한쪽의 기판에는 금속막으로 덮인 요철과, 상기 대향기판을 지지하는 지지부가 일체적으로 
성형되어 설치되어 있는 것을 특징으로 한다.

상기 구성과 같이 한쪽의 기판에 요철이 설치되어 있는 경우, 당해 기판과 다른쪽의 기판을 소정의 셀갭으로 하기 위해 
스페이서를 산포하면 셀갭이 면내에서 불균일하게 되어, 표시얼룩이 눈에 인식되게 된다. 그러나, 상기 구성과 같이 요
철과 상기 다른쪽의 기판을 지지하는 지지부가 일체적으로 설치되어 있으면, 스페이서를 산포할 필요도 없고, 셀갭을 
균일하게 할 수 있다. 이 결과, 표시얼룩의 발생이 저감되어 표시품위가 뛰어난 것으로 할 수 있다.

게다가 상기한 구성에 있어서, 상기 요철을 각추형상 또는 원추형상으로 할 수 있다.

또 상기 구성에 있어서, 상기 각추형상의 요철에서의 경사면 또는 원추형상의 요철에서의 모선(母線)과, 수평면과의 이
루는 각을 경사각으로 한 경우, 상기 요철은 여러가지 다른 경사각으로 분산배치되어 있고, 상기 경사각이 4 °∼ 16 
°의 범위내로 하는 것이 가능하다.

또한 상기한 구성에 있어서, 상기 한쪽의 기판 상에는 상기 요철 및 다른쪽의 기판을 지지하는 지지부가 일체적으로 성
형된 고분자 수지층이 설치된 구성으로 할 수도 있다.

또 상기한 구성에 있어서, 상기 한쪽의 기판 상에 복수의 비선형 소자가 설치됨과 동시에, 상기 고분자 수지층에 상기 
비선형소자와 상기 금속막을 전기적으로 접속시키는 콘택트홀이 설치되어 있는 것으로 할 수 있다.

또한 상기한 구성에 있어서, 상기 한쪽의 기판 상에 상기 요철 및 다른쪽의 기판을 지지하는 지지부가 일체적으로 성형
된 수지필름이 라미네이트된 구성으로 할 수 있다.

게다가, 상기 수지필름이 감광성 수지로 이루어지는 것이라도 좋다.

또 상기한 구성에 있어서 상기 한쪽의 기판이 표면에 상기 요철 및 다른쪽의 기판을 지지하는 지지부가 성형된 플라스
틱기판으로 할 수 있다.

    
상기한 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 관한 반사형 표시소자는 기판 상에 설치된 감광성 수지층과, 그 감광성 수지층 
상에 설치된 금속막을 가지는 반사형 표시소자에 있어서, 상기 감광성 수지층은 상기 기판상에 도포된 감광성 수지에, 
포토마스크를 거쳐 노광하여 현상되는 것에 의해 형성된 것으로서, 상기 노광에서 사용하는 노광기 및 상기 감광성 수
지의 해상한계보다도 미소한 망점군(網点群)으로 이루어지는 차광패턴을 가지고, 또한 면내에서의 차광패턴의 광의 평
균 투과율이 불균일한 포토마스크를 거쳐 노광하는 것에 의해 표면이 요철형상으로 형성된 것인 것을 특징으로 한다.
    

상기한 구성에 의하면, 감광성 수지층에 형성된 요철은 종래의 크롬마스크 등에서는 표현할 수 없는, 중간조(中間調) 
표현이 가능한 차광패턴을 가지는 포토마스크를 이용하여, 미세한 형상제어에 의해 형성된 것이다. 이것에 의해, 임의
의 방향으로부터 입사한 광을 정반사방향이 아니라 반사형 표시소자의 정면방향 등으로 산란·반사시킬 수 있어, 밝고 
백색도가 높은 화상표시가 가능하게 된다.
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상기한 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 관한 반사형 표시소자의 제조방법은 한쌍의 기판 사이에 광변조층을 구비한 
반사형 표시소자의 제조방법으로서, 상기 한쌍의 기판 중, 한쪽의 기판 상에 고분자 수지층을 형성하고 미세한 요철형
상 패턴군, 및 구멍이 배치되어 이루어지는 요철패턴이 설치된 정반을, 상기 고분자 수지층에 프레스하고, 상기 고분자 
수지층을 경화시킨 후, 상기 정반을 그 고분자 수지층으로부터 이형(離型)하며, 상기 고분자 수지층 상에 금속막을 형
성하는 것에 의해 상기 요철패턴을 상기 고분자 수지층으로 부형하여, 당해 고분자 수지층 표면에 미세한 요철과, 상기 
한쌍의 기판 중 다른쪽의 기판을 지지하는 지지부를 일체적으로 성형하는 것을 특징으로 한다.
    

    
종래의 반사판에 있어서는 포토레지스트로 볼록부를 형성하고, 그 볼록부를 열용융시켜 모서리(角)을 둥글게 함으로써, 
요철형상을 형성하고 있었다. 따라서, 요철의 곡면형상을 제어하는 것이 곤란하였다. 그러나 상기한 방법이라면, 미세
한 요철형상 패턴군 및 구멍이 배치되어 이루어지는 요철패턴이 설치된 정반을 이용하여 부형하므로, 고분자 수지층에 
곡면형상을 정밀하게 제어한 요철을 형성할 수 있다. 이 결과 정반사방향으로의 반사를 저감시켜, 밝고 백색도가 높은 
반사형 표시소자를 제조할 수 있다. 게다가, 요철과 대향기판을 지지하는 지지부를 일체적으로 형성하므로, 스페이서를 
산포할 필요도 없고, 셀갭을 균일하게 할 수 있다. 이 결과, 표시얼룩의 발생을 저감하고 표시품위가 뛰어난 반사형 표
시소자가 얻어진다.
    

상기한 방법에 있어서, 상기 한쪽의 기판 상에 형성하는 상기 고분자 수지층이 감광성 수지층인 경우, 상기 정반으로서 
투명성을 가지는 정반을 사용하고 상기 고분자 수지층의 경화는 상기 정반을 거쳐 그 감광성 수지층에 광을 조사하는 
것에 의해 행할 수 있다.

또 상기한 방법에 있어서, 상기 한쪽의 기판 상에 형성하는 상기 고분자 수지층이 열가소성(熱可塑性) 수지층인 경우, 
상기 정반을 상기 열가소성 수지층에 프레스할 때에 가열하면서 행할 수 있다.

또한 상기한 방법에 있어서, 상기 한쪽의 기판상에는 비선형 소자가 설치되어 있고, 상기 정반으로서 상기 비선형 소자
에서의 출력단자부에 상당하는 위치에 콘택트홀을 형성하기 위한 돌기를 가지고 있는 것을 사용할 수 있다.

게다가 상기한 방법에 있어서, 상기 정반을 고분자 수지층으로부터 이형한 직후, 상기 비선형 소자의 출력단자부가 노
출할 때까지, 상기 고분자 수지층에서의 상기 콘택트홀의 저부를 에칭하여도 좋다. 이것에 의해 부형을 하여 콘택트홀
을 형성할 때, 콘택트홀의 개구면적이 불충분한 경우라도, 비선형 소자의 출력단자를 충분하게 노출시켜 콘택트저항의 
증대를 억제할 수 있다. 이 결과, 특히 동화상표시 등에 있어서 뛰어난 표시품위의 반사형 표시소자를 제작할 수 있다.

    
상기한 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 관한 반사형 표시소자의 제조방법은 한쌍의 기판 사이에 광변조층을 구비한 
반사형 표시소자의 제조방법에 있어서, 상기 한쌍의 기판 중 한쪽의 기판에, 미세한 요철형상 패턴군 및 구멍이 배치되
어 이루어지는 요철패턴이 설치된 정반을 프레스하고, 상기 한쪽의 기판을 경화시킨 후, 상기 정반을 한쪽의 기판으로
부터 이형하고, 상기 한쪽의 기판 상에 금속막을 형성함으로써 상기 요철패턴을 상기 한쪽의 기판에 부형하여, 한쪽의 
기판 표면에 미세한 요철과, 다른쪽의 기판을 지지하는 지지부를 일체적으로 성형하는 것을 특징으로 한다.
    

종래부터 기판의 제작시에 있어서는 그 표면을 평활하게 하기 위해, 평면도(平面度)가 양호한 정반으로 프레스하는 공
정이 행해지고 있었다. 상기한 방법에 의하면, 상기 요철패턴이 설치된 정반을 이용하여 요철패턴을 기판으로 부형을 
함과 동시에, 기판을 평활하게 할 수 있으므로, 공정의 간략화가 도모되어, 저코스트화를 실현할 수 있다.

상기한 방법에 있어서, 상기 한쪽의 기판이 감광성 수지로 이루어지는 경우, 상기 정반으로서 투명성을 가지는 정반을 
사용하고, 상기 한쪽의 기판의 경화는 상기 정반을 거쳐 한쪽의 기판에 광을 조사하는 것에 의해 행할 수 있다.

또 상기한 방법에 있어서, 상기 한쪽의 기판이 열가소성 수지로 이루어지는 경우, 상기 정반을 상기 열가소성 수지층에 
프레스할 때에 가열하면서 행할 수 있다.
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상기한 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 관한 반사형 표시소자의 제조방법은 한쌍의 기판 사이에 광변조층을 구비한 
반사형 표시소자의 제조방법에 있어서, 미세한 요철형상 패턴군이 배치되어 이루어지는 요철패턴이 설치된 성형형(成
形型) 위에 고분자수지층을 형성하고, 상기 한쌍의 기판 중 한쪽의 기판과, 상기 성형형을 상기 고분자 수지층이 그 기
판측으로 되도록 접합시킨 후, 그 성형형을 그 고분자 수지층으로부터 이형하여 그 기판상에 고분자 수지층을 라미네이
트하고, 상기 고분자 수지층 상에 금속막을 형성함으로써 상기 요철패턴을 상기 고분자 수지층에 부형하여, 당해 고분
자 수지층 표면에 미세한 요철을 형성하는 것을 특징으로 한다.
    

    
예컨대, 기판 상에 고분자 수지를 도포하고, 이 고분자 수지에 정반을 이용하여 요철패턴을 부형하면, 정반을 기판에 프
레스할 때에 당해 기판을 손상시키는 경우가 있다. 그러나 상기 방법과 같이, 요철패턴이 설치된 정반에 의해 당해 요철
패턴을 부형한 고분자 수지층을 미리 제작하여 두고, 이 고분자 수지층을 기판상에 형성하면, 기판의 파손을 초래하는 
일도 없다. 이것에 의해 수율을 향상시켜 반사형 표시소자를 제작할 수 있다. 게다가 상기 방법이라면, 기판 상에 형성
한 고분자 수지에 정반을 프레스하여 부형을 하는 경우와 비교하여, 정반상에 고분자 수지층을 형성하는 쪽이 단시간에 
처리할 수 있으므로 제조코스트의 저감이 도모된다.
    

게다가 상기한 방법에 있어서, 상기 성형형으로서는 고분자 수지로 이루어지는 베이스필름을 사용할 수 있다.

또 상기한 방법에 있어서, 상기 성형형으로서는 상기 한쌍의 기판 중 다른쪽의 기판을 지지하는 지지부를 형성하기 위
한 구멍이 소정 위치에 설치된 것을 사용할 수 있다.

    
또한 상기한 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 관한 반사형 표시소자의 제조방법은 기판 상에 감광성 수지층을 형성한 
후, 포토마스크를 거쳐 노광, 현상을 하는 것에 의해 당해 감광성 수지층에 요철을 형성하고, 또한 상기 요철표면에 반
사막을 성막하는 반사판의 제조방법에 있어서, 상기 포토마스크는 상기 노광에서 사용하는 노광기 및 상기 감광성 수지
층의 해상한계보다도 미소한 망점으로 이루어지는 차광패턴을 가지고, 또 면내에서의 차광패턴의 광의 평균투과율이 불
균일한 것을 특징으로 한다.
    

상기 방법이면, 노광기 및 상기 감광성 수지층의 해상한계보다도 미세한 망점으로 이루어지는 차광패턴을 가지는 포토
마스크를 이용하므로, 종래의 포토마스크에서는 불가능하였던 중간조 표현이 가능하게 되어, 세부표현력을 현격하게 향
상시킬 수 있다. 이 결과 예컨대 완만한 경사면을 가지는 요철의 형성이 가능하게 되는 등, 미소한 요철의 형상제어도 
적절하게 행할 수 있다. 게다가 노광기 등은 통상의 것을 사용할 수 있으므로, 새로운 설비를 도입할 필요도 없다.

또한, 포토마스크의 면내에서의 차광패턴의 평균투과율을 불균일하게 하는 것에 의해, 높이 또는 깊이가 다른 요철을 
여러가지로 형성할 수 있다.

상기한 방법에 있어서, 상기 기판 상에는 비선형 소자가 설치되어 있고, 상기 포토마스크로서 상기 비선형 소자의 출력
부에 대응하는 부분에 차광부 또는 비차광부가 설치된 마스크를 사용할 수 있다.

상기 방법이면, 감광성 수지층의 비선형 소자의 출력부에 대응하는 부분에 콘택트홀을 형성할 수 있다. 여기서, 포토마
스크에 상기 차광부가 설치되어 있는 경우에는 상기 감광성 수지층으로서 네가(negative)형 레지스트로 이루어지는 것
을 사용할 수 있다. 또, 비차광부가 설치되어 있는 경우에는 상기 감광성 수지층으로서 포지(positive)형 레지스트로 
이루어지는 것을 사용할 수 있다.

본 발명의 또다른 목적, 특징 및 뛰어난 점은 이하에 나타내는 기재에 의해 충분하게 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 이
점은 첨부도면을 참조한 이하의 설명에서 명백해질 것이다.
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실시예의 설명

[제1의 발명군]

이하, 본 발명의 실시의 형태에 대하여 도면을 참조하여 설명한다.

(실시의 형태 1)

본 발명의 실시의 일형태에 관하여, 도 1 ∼ 8에 기초하여 설명한다. 도 1은 본 실시의 형태에 관한 반사판을 나타내는 
단면도이다. 동 도면에 나타내는 바와 같이, 반사판(10)은 기판(11)상에 차례로 복수의 주상부 집합체(요철구조체)(
12 …)와, 고분자 수지층(14)과, 광반사성 박막(15)이 적층되어 구성되어 있다.

상기 기판(11)은 예컨대 유리 등의 절연성을 가지는 기판(상품명 ; 1737, 코닝사제)로 이루어진다. 그 기판(11)의 두
께는 예컨대 1.1mm이다.

    
상기 주상부 집합체(12)는 도 2에 나타내는 바와 같이 복수의 미소한 주상부(볼록부)(13a …)가 집합하여 구성되어 
있고, 반사판(10)의 반사특성을 결정하는 기본단위를 이룬다. 또, 그 주상부 집합체(12 …)는 동 도면에 나타내는 바
와 같이, 기판(11)상에 각각의 방향으로 서로 평행이동한 상태에서, 또한 각각의 위치를 불규칙하에 하여 설치되어 있
다. 즉, 기본단위로서의 주상부 집합체(12)가 일정한 주기로 반복하여 나타나지 않는 구조로 되어 있다. 이것에 의해 
요철구조가 규칙적으로 배열한 반복패턴에 기인하여 발생하는 광의 간섭을 억제할 수 있어, 반사광의 착색현상의 발생
을 억제할 수 있다. 또한, 주상부 집합체(12) 끼리가 일부 또는 복수 개소에서 소정의 이간거리를 가지지 않고 인접하
고 있어도 좋다. 그 한편, 이간거리가 지나치게 크면, 기판면에 평행한 평탄면이 형성되고, 정반사방향으로 반사하는 광
을 증대시키므로 바람직하지 않다.
    

    
주상부(13a …)의 분포영역을, 근사적으로 주상부 집합체(12)의 평면형상으로 간주하면, 그 주상부 집합체(12)의 평
면형상은 도 2(A)에서의 점선으로 나타내는 바와 같이, 예컨대 타원형상으로 형성되어 있다. 따라서, 주상부 집합체(
12)의 평면형상 및 크기는 복수의 주상부(13a …)의 분포를 등방적으로, 또는 어떤 방향으로 분포의 방향성을 부여하
는 등 이방적으로 변화시키는 것에 의해, 적절히 필요에 따라서 자유롭고 또 정밀하게 제어할 수 있다. 또한, 주상부 집
합체(12)의 크기는 장축 및 단축의 크기가 1 ㎛ ∼ 100 ㎛의 범위내에서 적절하게 변화시킬 수 있다. 이것은, 예컨대 
기판과 금속박막과의 사이에 볼록부가 설치된 구성을 가지는, 종래의 반사판(특개평9-292504호 공보 등)과 비교하면, 
기본 단위로서의 주상부 집합체(12)의 크기는 그 볼록부의 크기에 상당한다. 주상부(13a)의 평면형상의 최대폭은 0.
5 ㎛ ∼ 20 ㎛의 범위내에 있는 것이 바람직하다. 최대폭이 0.5 ㎛보다도 작은 경우에는 노광한계를 넘기 때문에 그와 
같은 크기의 주상부를 형성하는 것이 곤란하게 된다. 그 한편, 최대폭이 20 ㎛보다도 크면 요철의 차가 크게 되는 결과, 
셀갭의 불균일성이 확대하고, 표시얼룩 등이 눈으로 인식되게 되므로 바람직하지 않다.
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게다가, 각 주상부 집합체(12 …)는 잔막(殘膜)(13b)상에 서로 높이가 다른 복수의 미소한 주상부(13a …)가 집합·
배치되어 구성되어 있다. 따라서 각각 높이가 다른 주상부(13a …)를 소정 위치에 형성하는 것에 의해, 주상부 집합체
(12)의 높이분포를 미소하게 변화시킬 수 있다. 이 결과, 주상부 집합체(12)상에 형성되는 광반사성 박막(15)의 경사
각 분포를 정밀하게 제어하는 것이 가능하게 된다. 본 실시의 형태에서는 높이의 피크가 주상부(13a …)의 분포영역에
서의 중심부분으로부터 화살표 X로 나타내는 방향으로 어긋난 위치에 있고, 또한 그 피크로부터 주연(周緣)을 향하여 
감소경향을 나타내도록 각각 높이가 다른 주상부(13a …)가 배치되어 있다. 상기 주상부(13a)의 높이(잔막(13b)으로
부터 주상부에서의 정수리부까지의 차)는 1 ㎛ ∼ 5 ㎛의 범위내인 것이 바람직하다. 높이가 1 ㎛보다도 작은 경우에는 
광반사성 박막(15)의 표면에서의 요철의 차가 작게 되고, 정반사방향으로 반사되는 광이 증대하므로 바람직하지 않다. 
그 한편, 높이가 5 ㎛보다도 크면, 셀갭의 불균일성이 지나치게 확대되는 결과, 표시얼룩 등이 눈으로 인식되게 되어, 
표시품위의 열화를 초래하므로 바람직하지 않다. 또, 상기 주상부(13a …)는, 1mm 2당 102∼ 50만개 정도의 범위내에
서 분포하고 있으면 된다. 그 주상부(13a …)의 분포가 10 2개/mm2보다 작으면 산란성이 저하하므로 바람직하지 않다. 
그 한편, 그 주상부(13a …)의 분포가 50만개/mm 2보다 크면 규칙성이 생겨, 반복구조로 되므로 바람직하지 않다. 또
한, 각 주상부 집합체(12 …)에서의 피크의 높이는 동일하여도 좋고, 또는 상위하여도 좋다.

    
상기 주상부(13a)는 예컨대 감광성 수지로 이루어지고, 그 감광성 수지로서는 포지형 레지스트, 전자선 레지스트 등을 
들 수 있다. 본 실시의 형태에서는 포지형 레지스트로서의 저(低) γ포지형 레지스트(상품명 ; PC409, JSR사제)를 사
용하고 있다. 상기 주상부(13a)는 기판면에 평행한 방향에서의 단면형상이 원형상 또는 타원형상으로 된 기둥형상(柱
狀)이고, 또 그 선단형상이 둥그스름해지는 곡면으로 되어 있다. 이것에 의해,주상부(13a)의 위에 설치되어 있는 광반
사성 박막(15)의 표면을 매끄러운 곡면형상으로 할 수 있다. 또, 본 발명에서는 상기 기판면에 평행한 방향에서의 단면
형상이 원형상 또는 타원형상인 경우에 한정되는 것이 아니라, 다각형상의 것 등이어도 좋다.
    

상기 잔막(13b)은 상기 주상부(13a)와 동일한 재료로 이루어지며, 그 주상부(13a)를 포토리소그라피공정에서의 현상
공정으로 형성할 때 현상되지 않고 남은 막이다.

    
상기 고분자 수지층(14)은, 예컨대 레지스트 등으로 이루어진다. 또, 고분자 수지층(14)은 상기 주상부(13a)와 동일
한 재료를 사용하여도 좋다. 이 고분자 수지층(14)을 설치하는 것에 의해, 각 주상부 집합체(12)사이의 이간거리가 큰 
경우라도 기판면과 평행한 평탄부를 완만한 곡면형상으로 할 수 있다. 즉, 기판(11)에 평행한 평탄영역이 형성되지 않
으므로, 정반사방향으로 반사하는 광을 억제할 수 있다. 또, 주상부(13a)의 정수리부와 잔막(13b)과의 고저차가 크기 
때문에, 주상부(13a)사이의 곡부(谷部)가 깊게 되는 경우라도 그 곡부에 고분자 수지층(14)이 매립되는 결과, 연속적
으로 높이 분포가 변화하는 완만한 곡면형상으로 할 수 있다. 또한, 고분자 수지층(14)은 1층에 한정되는 것이 아니라, 
그 박막과의 관계를 고려하여 복수층을 적층한 구성이라도 좋다.
    

    
상기 광반사성 박막(15)은 광반사성 기능을 가지고, 예컨대 알루미늄(Al) 등의 금속박막으로 이루어진다. 그 광반사성 
박막(15)의 막표면은, 이방성을 가지는 범위의 방향으로 광을 산란·반사시키는 이방성 산란면으로 되어 있다. 구체적
으로는 기판(11)의 면에 대하여 평행한 평탄영역을 가지지 않는 요철면으로 되어 있다. 또한 광반사성 박막(15)의 표
면형상은, 국소적으로는 도 3에 나타내는 바와 같이 X방향에서의 곡율이 그 X방향과는 반대의 Y방향에서의 곡율보다
도 큰 곡면으로 되어 있다. 즉, X-Y방향에서의 단면형상에 있어서 경사각 분포에 치우침이 발생하여 비대칭인 구조로 
되어 있다. 이것에 의해 어떤 방향으로부터 입사한 광은 정반사방향이 아니라, 예컨대 반사판(11)에 수직인 방향 등 관
찰자의 시인(視認)방향으로 광을 반사시킬 수 있다. 광반사성 박막(15)의 표면형상은 주상부 집합체(12)를 구성하는 
주상부(13a …)의 높이 분포와 2차원적인 분포상태에 반영(反映)되어 결정된다. 따라서, 광반사성 박막(15)의 경사각, 
경사각분포 및 표면형상 등은 주상부(13a)의 높이분포를 제어하는 것에 의해 정밀한 제어가 가능하다. 또한, 정반사방
향으로 광이 다소 반사하는 것을 허용하면, 평탄영역이 전영역에 대하여 적어도 약 20% 이하의 범위내라도 좋다. 또한, 
광반사성 박막(15)의 재료로서는 상기 Al 외에, 은(Ag), 크롬(Cr), 니켈(Ni)이나 복수의 금속박막이 적층된 다층막 
등을 들 수 있다.
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이상과 같이 구성되는, 본 실시의 형태에 관한 반사판(10)은 도 4에 나타내는 바와 같이, 곡율이 완만한 곡면이 상방향
을 향하도록 배치하는 것에 의해 광범위에서 반사율이 높고, 페이퍼화이트성이 뛰어난 산란·반사특성을 가지고 있다.

다음으로, 본 실시의 형태에 관한 반사판(10)의 제조방법에 대하여 설명한다. 도 5는 그 반사판(10)의 제조공정을 설
명하기 위한 단면도이다.

우선, 도 5(A)에 나타내는 바와 같이 기판(11)(상품명 ; 1737, 코닝사제)상에 감광성 수지재료(상품명 ; 저(低) γ포
지형 레지스트 PC409, JSR사제)를 스핀코트방식에 의해 도포한다(도포공정). 도포조건으로서는 예컨대 회전수 700
rpm으로 30초간 스핀코트하며, 도포막의 막두께가 3.6㎛로 되게 한다. 게다가 감광성 수지재료가 도포된 기판(11)을 
105℃에서 90초간 프리베이크하고, 도포막 중의 용제를 증발시켜, 감광성 수지층(16)을 형성한다.

다음으로, 도 5(B)에 나타내는 바와 같이 포토마스크(18)를 감광성 수지층(16)의 상방에 배치하고, 그 포토마스크(1
8)를 거쳐 자외선을 노광한다(노광공정). 상기 포토마스크(18)에는 도 6에 나타내는 바와 같이, 원형상 또는 타원형상
의 차광부(18a …)가 각각 소정의 면적을 가지고 불규칙하게 형성되어 있다. 보다 상세하게는 높은 주상부를 형성한 
부분만큼 차광부의 면적이 크게 되도록 형성되어 있다(상세한 이유에 대해서는 후술한다). 자외선의 조사조건으로서는 
예컨대 자외선 강도 10 ∼ 300mJ/cm 2 , 노광시간 1 ∼ 30초로 한다. 또한, 도 6에 나타내는 패턴형상을 실현하기 위한 
패턴정보에 대해서는 여러가지의 크기의 주상부(13a)가 소정의 높이분포로 되도록 미리 시뮬레이션 등으로 결정하고 
있다.

    
이어서, 동경응화사(東京應化社)제의 NMD-3(상품명)을 0.4% 포함하는 수용액을 현상액으로서 현상을 행하고, 불필
요한 부분을 용해처리한다(현상공정). 현상시간으로서는 예컨대 약 60초로 한다. 이 공정에 의해, 도 5에 나타내는 바
와 같이 기판(11)상에 레지스트기둥(17 …)과 잔막(13b)이 형성된다. 각 레지스트기둥(17 …)의 평면형상에서의 면
적은 포토마스크(18)의 차광부(18a …)의 크기에 따라서 각각 면적이 다르게 되어 있다. 게다가, 레지스트기둥(17 …)
의 높이(잔막(13b)을 기준으로 한 높이를 의미한다)는 현상속도가 거의 동일하므로 균일한 구조로 되어 있다.
    

다음으로 레지스트기둥(17 …) 등이 형성된 기판(11)을, 예컨대 처리온도 120℃에서 5분간 가열하여 열처리를 행한
다. 이것에 의해, 도 5(D)에 나타내는 바와 같이 각 레지스트기둥(17 …)의 선단부의 모서리(角)를 열용융하여, 매끄
러운 곡면형상을 가지는 주상부(13a …)와, 이들의 주상부(13a …)가 집합하여 구성되는 주상부 집합체(12)를 형성
할 수 있다.

    
여기서, 주상부 집합체(12)를 구성하는 주상부(13a …)의 잔막(13b)으로부터의 높이는 각각 상위하여 형성되어 있다. 
이것은 이하에 설명하는 이유에 따른다. 즉, 본 실시의 형태에 있어서는, 레지스트기둥의 최대폭(㎛)과, 레지스트기둥
을 용융가열하여 주상부가 형성될 때의 그 주상부의 높이(㎛)가, 도 7에 나타내는 바와 같은 일차함수의 관계를 만족하
는 감광성 수지재료를 사용하고 있다. 동 도면은 평면형상에 있어서 여러가지의 최대폭을 가지는 레지스트기둥을 용융
가열하고, 그 처리에 의해 형성되는 주상부의 잔막으로부터의 높이를 측정한 것이다. 각 레지스트기둥은 평면형상에 있
어서 서로 상사(相似)한 관계에 있고, 또한 모든 레지스트기둥의 높이가 거의 동일한 것을 사용하고 있다. 동 도면으로
부터 이해되는 바와 같이, 레지스트기둥의 최대폭이 증가할 수록, 환언하면 레지스트기둥의 평면형상에서의 면적이 증
가할 수록, 용융가열 후의 주상부의 높이가 크게 되고 있다. 따라서, 레지스트기둥(17)의 최대폭을 적절하게 설정하는 
것에 의해, 각각의 주상부(13a)의 높이 제어가 가능하게 되며, 이것에 의해, 주상부 집합체(12)의 높이분포를 정밀하
게 제어할 수 있다. 다만, 열처리공정에서의 처리온도의 설정범위에 따라서는 레지스트기둥이 용융에 의해 연화(軟化)
하면, 기판(11)에 대한 감광성 수지재료의 친화성에 기인하여, 기판(11)에 대하여 수직방향으로 신장(伸長)하려고 하
는 경우도 있다. 즉, 레지스트기둥의 최대폭(㎛)과, 용융가열 후에 형성되는 주상부의 높이(㎛)와의 관계가 위로 볼록
하며, 변곡점을 가지는 곡선으로 표현하는 경우도 있다.
    

또한, 주상부(13a …)전체의 높이 및 잔막(13b)의 막두께는, 감광성 수지층(16)의 막두께나 재료, 적산노광량, 노광
시간, 현상시간에 의해 제어할 수 있다. 구체적으로는 막두께를 두껍게 하면 레지스트기둥(17 …)전체의 높이가 크게 
되는 결과, 주상부(13a …)전체의 높이도 크게 할 수 있다.
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또한, 노광시간을 변화시키면 적산노광량이 변화하므로, 레지스트기둥(17 …)의 높이를 제어할 수 있다. 예컨대, 노광
시간을 길게 하는 것에 의해 적산노광량을 증대시키면, 레지스트기둥(17 …)의 높이가 크게 된다. 이것에 의해, 주상부
(13a …)도 높게 되어, 주상부(13a)와 주상부(13a)와의 사이의 오목부가 평탄화되거나 또는 잔막(13b)의 막두께가 
얇게 된다. 한편, 현상시간을 길게 함으로써, 레지스트(17 …)전체의 높이를 낮게 할 수도 있다. 또, 본 실시의 형태에 
있어서는 적산노광량이 증대함에 따라, 일차함수적으로 잔막의 막두께가 작게 되는 감광성 수지재료인, 저(低) γ포지
형 레지스트 PC409를 사용하고 있다. 통상의 감광성 수지재료이면, 어떤 적산노광량까지는 잔막의 막두께는 일정치를 
나타내지만, 그 적산노광량을 넘으면 급격하게 막두께가 작게 되는 특성을 나타낸다. 이와 같은 통상의 감광성 수지재
료라면, 잔막의 막두께의 제어, 환언하면 주상부(13a)의 높이의 제어가 곤란하다. 따라서, 본 실시의 형태에서 사용하
는 물성(物性)을 가지는 감광성 수지재료를 사용하는 것이 주상부(13a)의 높이의 제어성의 관점에서 바람직하다.
    

또한, 상기 주상부(13a) 및 잔막(13b) 상에 이들과 동일한 재료로 이루어지는 감광성 수지재료(상품명 ; 포지형 레지
스트 PC409, JSR사제)를 스핀코트방식에 의해 도포한다.

다음으로, 상기 도포막을 예컨대 소정의 온도에서 소정시간 가열하여 경화시키고, 고분자 수지층(14)을 형성한다. 또, 
상기 고분자 수지층(14) 상에 알루미늄을 증착하는 것에 의해, 막두께가 2000Å 정도의 광반사성 박막(15)을 형성한
다(광반사성 박막 형성공정).

이상에 의해, 본 실시의 형태에 관한 반사판(10)을 형성할 수 있다.

다음으로, 상기한 바와 같이 하여 제작한 반사판(10)을 구비하는 반사형 액정표시소자에 대하여 설명한다. 도 8은 상
기 반사형 액정표시소자를 나타내는 단면도이다.

동 도면에 나타내는 바와 같이, 상기 반사형 액정표시소자는 반사판(10)과, 대향기판(20)(표시면측)과, 그 반사판(1
0) 및 대향기판(20) 사이에 끼워지지된 액정층(21)을 가진다. 상기 반사판(10) 상에는 근방의 액정분자를 소정의 방
향으로 배향시키는 배향막(22)이 형성되어 있다. 또, 이 경우 광반사성 박막(15)은 화소전극으로서의 기능을 맡고 있
다.

상기 대향기판(20) 상에는 인듐 주석 산화물(ITO : Indium Tin Oxide)로 이루어지는 투명전극(23)이 설치되어 있다. 
게다가, 그 투명전극(23) 상에는 배향막(24)이 설치되어 있다. 상기 대향기판(20)은 광투과성을 가지는 기판으로 이
루어진다.

상기 액정층(21)은 액정에 흑색의 이색성 염료를 용해시킨 게스트호스트액정을 포함하여 구성된다. 상기 배향막(23, 
24)은 예컨대 폴리이미드 수지로 이루어지고, 또 그들의 배향처리 방향은 서로 반대방향으로 되도록 설정하였다. 이 때, 
액정분자의 배향상태는 기판 사이에서 약 360도 비틀린 배향으로 되어 있다.

상기한 바와 같은 구성의 반사형 액정표시소자의 표시상태에 대하여 조사하면, 반사광의 확산범위에 이방성이 발생하고, 
특히 관찰자의 시인방향에 있어서 페이퍼화이트성이 뛰어나며, 매우 밝고 콘트라스트가 양호한 표시품위가 얻어졌다.

    
또한, 본 실시의 형태에서는 기판(11) 상에 주상부 집합체(12)를 직접 형성하는 경우에 대하여 설명하였지만, 미리 기
판(11) 상에 감광성 수지층을 형성하여 두어도 좋다. 예컨대, γ포지형 레지스트 PC-409로 이루어지는 감광성 수지
층(16)을 형성하기 전에, 기판(11)상에 동일한 재료를 도포하고, 도포막을 열처리하여 감광성 수지층을 형성하여 두
어도 좋다. 또는 그 PC-409와는 다른 재료로 이루어지는 다른 감광성 수지층을 성막하여 두어도 좋다. 이것에 의해, 
기판(11)과 감광성 수지층(16)과의 사이의 친화성을 변화시킬 수 있고, 레지스트기둥(17)을 열처리하는 것에 의해, 
주상부(13a …)를 형성할 때의 그 주상부(13a)의 높이의 제어가 가능하게 된다.
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또한, 본 실시의 형태에 있어서는 기판(11) 상에 주상부 집합체(12)를 형성하는 경우에 대하여 설명하였지만, 감광성 
수지층(16)에 원형상 또는 타원형상의 개구부를 가지는 포토마스크를 거쳐 노광하는 것에 의해 형성가능한, 오목형상
의 구조체라도 좋다. 즉, 보는 방향을 바꾸면 요철구조체가 연속체로 되어 있고, 그 연속체에 있어서 깊이가 서로 다른 
공극이 복수 설치되어 있는 것이어도 좋다. 이 경우에서의 볼록부는 오목형상의 구조체에 있어서 가장 높이가 낮은 부
위에 대하여, 그것보다 높은 부위를 의미한다. 또한, 구조체의 깊이의 제어는 적산노광량을 변화시키는 것에 의해 가능
하다.
    

(실시의 형태 2)

본 실시의 형태에 관한 반사판은 상기 실시의 형태 1에 관한 반사판에 비하여, 복수의 미소한 주상부가 집합하여 형성
된 주상부 집합체를, 일체적으로 형성된 계단형상 구조체로 바꾼점이 상위하다.

도 9는 본 실시의 형태에 관한 반사판의 구성을 나타내는 설명도로서, 도 9(A)에 그 반사판의 단면형상을 나타내고, 
도 9(B)는 그 반사판에서의 계단형상 구조체의 평면형상을 나타내고 있다. 동 도면에 나타내는 바와 같이, 반사판(30)
은 기판(11)상에 차례로 복수의 계단형상 구조체(31a …)와, 고분자 수지층(14)과, 광반사성 박막(15)이 적층되어 
구성되어 있다.

    
상기 계단형상 구조체(31a)는 본 실시의 형태에 관한 반사판(30)의 반사특성을 결정하는 기본단위를 이루고, 도 9(B)
에 나타내는 바와 같이 그 계단형상 구조체(31a …)는 기판(11)상에 각각의 방향으로 서로 평행 이동한 상태에서, 또 
각각의 위치를 불규칙하게 하여 설치되어 있다. 즉, 기본단위로서의 계단형상 구조체(31a …)가 일정한 주기로 반복하
여 나타나지 않는, 규칙성이 작은 구조로 되어 있다. 이것에 의해, 계단형상 구조체(31a)의 반복패턴에 의한 광의 간섭
의 발생을 억제하고, 예컨대 반사광의 착색현상의 발생을 억제할 수 있다. 또한 계단형상 구조체(31a …)끼리가 일부 
또는 복수 개소에 있어서, 소정의 이간거리를 가지지 않고 인접하고 있어도 좋다. 한편, 이간거리가 지나치게 크면, 기
판면에 평행한 평탄면이 형성되고, 정반사방향으로 반사하는 광을 증대시키므로 바람직하지 않다.
    

    
계단형상 구조체(31a)의 단면형상은 단부를 복수 가지는 계단형상으로 되어 있다. 또한, 그 계단형상 구조체(31a)의 
높이 피크는 중심부분으로부터 화살표 X로 나타내는 방향으로 어긋난 위치에 있고, 또한 그 피크로부터 주연을 향하여 
감소경향을 나타내는 구성이다. 상기 구성에 있어서 각 단부에 관하여 저부로부터의 높이를 제어하는 것에 의해, 계단
형상 구조체(31a)의 높이 분포를 미소하게 변화시킬 수 있다. 이 결과, 계단형상 구조체(31a) 상에 형성되는 광반사성 
박막(15)의 경사각 분포는 정밀하게 제어하는 것이 가능하게 된다. 또한, 계단형상 구조체(31a)에서의 각 단부 및 정
수리부는 둥그스름해지는 곡면형상으로 되어 있다. 이것에 의해 계단형상 구조체(31a)의 위에 설치되어 있는 광반사성 
박막(15)의 표면을 일층 매끄러운 곡면 형상으로 할 수 있다.
    

    
상기 계단형상 구조체(31a)의 최대피크에서의 높이는 1 ㎛∼ 5 ㎛의 범위내인 것이 바람직하다. 높이가 1 ㎛보다도 작
은 경우에는 광반사성 박막(15)의 표면에서의 요철의 차가 작게 되어, 정반사방향으로 반사되는 광이 증대하므로 바람
직하지 않다. 그 한편, 높이가 5 ㎛보다도 크면, 셀갭의 불균일성이 지나치게 확대되는 결과, 표시얼룩 등이 눈으로 인
식되게 되어 표시품위의 열화를 초래하므로 바람직하지 않다. 또, 각 계단형상 구조체(31a …) 사이에서의 피크의 높
이는 동일하여도 좋고, 또는 상위하고 있어도 좋다.
    

게다가, 계단형상 구조체(31a)의 평면형상은 예컨대 타원형상으로 형성되어 있다. 또한, 본 발명에 있어서는 상기한 타
원형상의 것에 한정되는 것이 아니라, 예컨대 다각형상의 것이라도 좋다.
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또한, 상기 계단형상 구조체(31a)는 예컨대 감광성 수지로 이루어지고, 그 감광성 수지로서는 포지형 레지스트, 전자선 
레지스트 등을 들 수 있다. 본 실시의 형태에서는 포지형 레지스트로서의 저γ포지형 레지스트(상품명 ; PC409, JSR
사제)를 사용하고 있다.

상기 잔막(31b)은 상기 계단형상 구조체(31a)와 동일한 재료로 이루어지며, 그 계단형상 구조체(31a)를 포토리소그
라피공정에서의 현상공정 시에 현상되지 않고 남은 막이다.

이상과 같이 하여 구성되는, 본 실시의 형태에 관한 반사판(30)은 곡율의 완만한 곡면이 상방을 향하게 되도록 배치함
으로써, 광범위에 있어서 반사율이 높고 페이퍼화이트성이 뛰어난 산란·반사특성을 가지고 있다.

다음으로, 본 실시의 형태에 관한 반사판(30)의 제조방법에 대하여 설명한다. 도 10은 그 반사판(30)의 제조공정을 설
명하기 위한 단면도이다.

우선, 상기 실시의 형태 1과 동일하게 하여, 기판(11)상에 감광성 수지재료로서의 저γ포지형 레지스트 PC409를 스핀
코트방식에 의해 도포한다. 도포막의 막두께는 3.6 ㎛로 한다. 게다가, 감광성 수지재료가 도포된 기판(11)을 105 ℃
에서 90초간 프리베이크하여, 도포막 중의 용제를 증발시켜 감광성 수지층(16)을 형성한다(도 10(A) 참조).

    
다음으로 도 10(B)에 나타내는 바와 같이, 포토마스크(32)를 감광성 수지층(16)의 상방에 배치하고, 그 포토마스크(
32)를 거쳐 자외선을 노광한다(노광공정). 여기서, 상기 포토마스크(32)는 도 11에 나타내는 바와 같이, 각 차광부(
33)에서의 영역내에서 광의 차폐율이 여러가지로 다르게 되도록 형성되어 있다. 구체적으로는 영역(32a)이 가장 차폐
율이 높고, 영역(32b), 영역(32c)의 순으로 차폐율이 낮게 되어 있다. 따라서, 동일한 자외선 강도로 조사되어도 각 영
역에 있어서 광의 차폐율이 다른 결과, 감광성 수지층(16)에서의 상기 각 영역(32a ∼ 32c)에 대응하는 영역에서는 
적산노광량이 다르게 노광되는 것으로 된다. 또흔 영역(32a ∼ 32c)로 이루어지는 차광부의 패턴형상을 실현하기 위
한 패턴정보에 대해서는 미리 시뮬레이션 등으로 결정하고 있다.
    

이어서, 현상액으로 현상을 행하고 불필요한 부분을 제거한다(현상공정). 이것에 의해, 도 10(C)에 나타내는 바와 같
이 기판(11) 상에 잔막(31b)과 계단형상의 레지스트기둥(34 …)이 형성된다.

다음으로, 레지스트기둥(34 …)등이 형성된 기판(11)을, 예컨대 120℃에서 5분간 가열하여 열처리를 행한다(열처리 
공정). 이것에 의해 도 10(D)에 나타내는 바와 같이, 레지스트기둥(34)의 가장자리부의 모서리(角)를 열용융하여 매
끄러운 곡면형상으로 할 수 있다.

    
또한, 계단형상 구조체(31a)에서의 단부의 높이는 포토마스크(32)에서의 광의 차광율을 변화시킴으로써 제어할 수 있
다. 또, 계단형상 구조체(31a)의 높이 및 잔막(31b)의 막두께는 감광성 수지층(16)의 막두께나 재료, 적산노광량, 노
광시간, 현상시간에 의해 제어할 수 있다. 구체적으로는 막두께를 두껍게 하면 계단형상 구조체(31a)의 높이를 크게 
할 수 있다. 또한, 노광시간을 변화시키면 적산노광량이 변화하므로, 계단형상 구조체(31a)의 높이를 제어할 수 있다. 
예컨대, 노광시간을 길게 하는 것에 의해 적산노광량을 증대시켜, 잔막(31b)을 얇게 한다. 이 결과, 계단형상 구조체(
31a)의 높이를 크게 할 수 있다. 한편, 현상시간을 길게 함으로써, 계단형상 구조체(31a)의 높이를 낮게 할 수도 있다.
    

게다가, 상기 계단형상 구조체(31a) 및 잔막(31b) 상에, 감광성 수지재료로서의 저 γ포지형 레지스트 PC409를 스핀
코트방식에 의해 도포한다. 도포조건은 상기 실시의 형태 1과 마찬가지로 해도 좋다.

다음으로, 상기 실시의 형태 1과 동일한 공정을 행함으로써, 상기 도포막을 예컨대 소정의 온도에서 소정시간 가열하여 
경화시켜, 고분자 수지층(14)을 형성한다. 게다가, 상기 고분자 수지층(14)상에 알루미늄을 증착하는 것에 의해, 광반
사성 박막(15)을 형성한다(광반사성 박막 형성공정).
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이상에 의해, 본 실시의 형태에 관한 반사판(30)을 형성할 수 있다.

또한, 본 실시의 형태에 관한 반사판(30)의 다른 제작방법으로서는, 노광공정을 복수회 행하는 것에 의해 계단형상 구
조체(31a)를 형성하는 것도 가능하다. 보다 상세하게는 이하와 같다. 도 12는 그 반사판(30)의 다른 제조공정을 설명
하기 위한 단면도이다.

우선, 상기와 마찬가지로 하여 기판(11)상에 감광성 수지재료로서의 저γ포지형 레지스트 PC409를 도포한 후(도포공
정), 소정의 온도에서 소정시간 프리베이크하고, 감광성 수지층(16)을 형성한다(도 12(A) 참조).

다음으로, 도 12(B)에 나타내는 바와 같이 제1 포토마스크(35)를 감광성 수지층(16)의 상방에 배치하고, 그 제1 포토
마스크(35)를 거쳐 자외선을 노광한다(제1 노광공정). 여기서, 상기 제1 포토마스크(35)는 도 13(A)에 나타내는 바
와 같이 타원형상의 제1 차광부(35a …)가 소정의 패턴으로 되도록 형성된 구성으로 되어 있다.

게다가, 도 12(C)에 나타내는 바와 같이 제2 포토마스크(36)를 감광성 수지층(16)의 상방에 배치하고, 상기와 동일한 
방법으로 자외선을 노광한다(제2 노광공정). 상기 제2 포토마스크(36)는 도 13(B)에 나타내는 바와 같이 타원형상의 
제2 차광부(36a …)가 상기 제1 차광부(35a …)의 차광범위내에 위치하도록 형성된 구성으로 하고 있다.

이어서, 도 12(D)에 나타내는 바와 같이 제3 포토마스크(37)를 감광성 수지층(16)의 상방에 배치하고, 상기와 동일
한 방법으로 자외선을 노광한다(제3 노광공정). 상기 제3 포토마스크(37)는 도 13(C)에 나타내는 바와 같이 타원형상
의 제3 차광부(37a …)가 상기 제2 차광부(36a …)의 차광범위 내에 위치하도록 형성된 구성으로 하고 있다.

    
상기한 바와 같이, 제1 ∼ 제3 노광공정을 행함으로써, 감광성 수지층(16)에서 소정의 영역마다 적산노광량을 다르게 
하는 것이 가능하게 된다. 또, 제1 ∼ 제3 포토마스크(35 ∼ 37)를 기판(11)의 상방에 배치할 때의 제1 포토마스크(
35 ∼ 37)와 기판(11)과의 평면적 상대위치는 일정 정밀도 이내에 있도록 하고 있다. 또, 제1 ∼ 제3 포토마스크(35 
∼ 37)에서의 제1 ∼ 제3 차광부(35a ∼ 37a)의 패턴형상을 실현하기 위한 패턴정보에 대해서는 미리 시뮬레이션 등
으로 결정하고 있다.
    

    
이어서, 현상액으로 현상을 행하여, 불필요한 부분을 제거한다(현상공정). 현상의 조건은 상기와 동일하게 하였다. 이
것에 의해 도 12(E)에 나타내는 바와 같이 기판(11) 상에 잔막(31b)과 계단형상의 레지스트기둥(34 …)이 형성된다. 
여기서, 레지스트기둥(34)에 계단형상의 단부가 형성되는 것은 상기 제1 ∼ 제3 노광공정을 행하는 것에 의해 각 영역
마다 적산노광량을 다르게 한 것에 의한다. 또, 레지스트기둥(34)의 높이 및 잔막(31b)의 막두께가 감광성 수지층(1
6)의 막두께나 재료, 적산노광량, 노광시간, 현상시간에 의해 제어할 수 있는 것은, 상술한 것과 동일하다.
    

다음으로, 레지스트기둥(34 …) 등이 형성된 기판(11)을, 예컨대 120 ℃에서 5분간 가열하여 열처리를 행한다(열처리 
공정). 이것에 의해 도 12(F)에 나타내는 바와 같이, 레지스트기둥(34)의 선단부의 모서리(角)를 열용융하여 매끄러
운 곡면형상으로 할 수 있어, 계단형상 구조체(31a)가 형성된다.

게다가, 상기한 바와 마찬가지로 하여 계단형상 구조체(31a) 및 잔막(31b) 상에 저γ포지형 레지스트 PC409를 스핀
코트방식에 의해 도포하고, 도포막을 가열하여 경화시키는 것에 의해, 고분자 수지층(14)을 형성한다. 이어서, 상기 고
분자 수지층(14) 상에 알루미늄을 증착하는 것에 의해, 광반사성 박막(15)을 형성한다.

이상에 의해, 본 실시의 형태에 관한 반사판(30)을 형성할 수 있다.

(실시의 형태 3)

본 실시의 형태 3은 비대칭인 단면형상을 가지는 요철구조체를 구비한 반사판을, 딥UV법에 의해 제작하는 태양이다. 
도 14는 상기 제조방법을 설명하기 위한 플로챠트이다.
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도 14(A)에 나타내는 바와 같이, 기판(11) 상에 감광성 수지재료를 스핀코트방식에 의해 도포한다. 도포막의 막두께
는 3.6 ㎛으로 한다. 게다가, 감광성 수지재료가 도포된 기판(11)을, 예컨대 105 ℃에서 90초간 프리베이크하고, 도포
막 중의 용제를 증발시켜, 감광성 수지층(16)을 형성한다. 게다가, 도 14(B)에 나타내는 바와 같이 포토마스크(41)를 
감광성 수지층(16)의 상방에 배치하고, 그 포토마스크(41)를 거쳐 자외선을 노광한다(노광공정). 상기 포토마스크(4
1)에는 도 15(A)에 나타내는 바와 같이, 복수의 타원형상의 차광부(41a …)가 동일한 크기로 불규칙하게 형성되어 있
다.
    

이어서, 현상액으로 현상을 행하고, 불필요한 부분을 제거한다(현상공정). 이것에 의해 도 14(C)에 나타내는 바와 같
이 기판(11) 상에 평면현상이 타원형상인 레지스트기둥(42 …)이 형성된다.

    
다음으로, 도 14(D)에 나타내는 바와 같이 포토마스크(43)를 레지스트기둥(42 …)이 설치된 기판(11)의 상방에 배치
하고, 그 포토마스크(43)를 거쳐 단파장 영역(250nm ∼ i선 365nm)의 자외선(딥UV)을 조사한다(조사공정). 이것에 
의해 레지스트기둥(42)에서의 딥UV가 조사된 부분은, 가교가 더욱 진행하여, 다른 부분보다도 경화시킬 수 있다. 여기
서, 상기 포토마스크(43)에는 도 15(B)에 나타내는 바와 같이 복수의 타원형상의 개구부(43a …)가 동일한 크기로 불
규칙하게 형성되어 있다. 이 개구부(43a)와 상기 차광부(41a)와는 상사(相似)하며, 또한 양자의 대소관계는 개구부(
43a)의 장축이 차광부(41a)의 장축의 반분(半分)에 상당하는 관계에 있다. 기판(11)과 포토마스크(43)와의 평면적 
상대위치는, 포토마스크(43)를 배치한 때의 위치를 기준으로 하면, 도 15(B)에 나타내는 바와 같이 차광부(41a)의 장
축 상에서의 일단과, 개구부(43a)의 장축상에서의 일단이 일치하도록 하여 설정되어 있다. 또, 상기 조사공정에서는 단
파장영역의 자외선으로 바꾸어 단파장영역의 전자선을 조사하는 것도 가능하다.
    

    
다음으로, 레지스트기둥(42 …)이 형성된 기판(11)을, 예컨대 120℃에서 5분간 가열하여 열처리를 행한다(열처리공
정). 이것에 의해, 도 14(E)에 나타내는 바와 같이 단면 형상이 비대칭으로 된 요철구조체로서의 볼록부(44 …)가 형
성된다. 이 때, 상술한 바와 같이 딥UV가 조사된 부분에서는 다른 부분보다도 경화되어 있으므로, 열변형의 정도가 작
으며, 따라서 조사된 부분의 가장자리부가 조금 둥근 형상으로 된다. 그 한편, 상기 딥UV가 조사되어 있지 않은 영역에
서는 열용융에 의한 열변형의 정도가 크며, 매끄러운 곡면형상을 가지는 경사면이 형성된다.
    

    
이어서, 볼록부(44 …)중에 포함되어 있는 미반응물의 반응을 종료시키고, 후술하는 광반사성 박막(15)의 형성공정 
등에 있어서, 불순물이나 오염물질의 발생을 억제하기 위해, 포스트베이크공정을 행한다. 게다가 상기 볼록부(44) 및 
기판(11) 상에 감광성 수지재료를 스핀코트방식에 의해 도포하고, 도포막을 가열하여 경화시켜 고분자수지층(14)을 
형성한다. 이어서, 상기 고분자 수지층(14) 상에 알루미늄을 증착하는 것에 의해 광반사성 박막(15)을 형성한다. 이것
에 의해, 본 실시의 형태에 관한 반사판을 형성하는 것이 가능하다.
    

이상과 같이, 본 실시의 형태에 관한 반사판의 제조방법에 의하면, 딥UV법을 행하는 것에 의해, 단면형상이 비대칭인 
요철구조체로서의 볼록부를 간편하게 형성할 수 있다.

    
또한 참고로 말하면, 단면형상이 비대칭인 요철구조체를 형성하는 것이라면, 딥UV를 조사하는 대신에, 기판을 경사시
켜 열처리를 행하고, 열(熱)로 흘려내리는 것에 의해 형성하는 방법도 고려할 수 있다. 그러나, 이와 같은 방법의 경우, 
소망하는 경사각으로 되도록 적절하게 열로 흘러내리게 하는 것은 곤란하며, 제어성의 점에서 개선의 여지를 가지고 있
다. 그 한편, 본 실시의 형태에 관한 반사판의 제조방법에 있어서는 딥UV를 조사할 때에 노광량 등을 적절하게 설정하
면, 제어성좋고 게다가 용이하게 소망하는 경사각을 구비한, 단면형상이 비대칭인 요철구조체를 형성할 수 있다.
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또한, 본 실시의 형태에 관한 반사판의 제조방법에 있어서는 단파장영역의 자외선이나 단파장영역의 전자선의 조사공정
을 복수회 행하고. 또한 각 조사공정에 있어서 각각 노광량을 변화시키는 것에 의해, 경사각 분포의 제어성도 향상시킬 
수 있다.

    
또, 본 실시의 형태에 있어서는 열처리 공정의 후, 볼록부(44 …)를 한층 경화시키기 위한 딥UV조사공정을 행하여도 
좋다. 구체적으로는 볼록부(44 …)에 대응하는 영역이 개구한 마스크를 거쳐 단파장영역(250nm ∼ i선 365nm)의 자
외선이나 단파장영역의 전자선을 볼록부(44 …)에 조사한다. 이것에 의해, 자외선 등이 조사된 부분에서는 가교가 한
층 진행하는 결과, 경화도가 크게 된다. 따라서, 볼록부(44 …)를 가열하는 포스크베이크공정을 행하여도, 그 볼록부(
44 …)의 열변형을 방지할 수 있어, 제어된 경사각분포를 유지할 수 있다.
    

(실시의 형태 4)

본 실시의 형태 4에 관한 반사형 액정표시소자는 상기 실시의 형태 1에 관한 액정표시소자의 구성과 비교하여, 반사판
측에 스위칭소자(비선형 소자)를 설치하고, 그 스위칭소자와 광반사성 박막을 전기적으로 접속하기 위해 설치된 콘택
트홀의 저부에 광반사막이 형성된 점이 다른다. 이하에, 도 16을 참조하면서 구체적 구성요소에 대하여 상술한다. 도 
16은 액정표시소자에서의 반사판의 요부를 개략적으로 나타내는 단면도이다.

동 도면에 나타내는 바와 같이, 액정표시소자는 기판(11)과, 대향기판(20)(표시면측)과, 그 기판(11) 및 대향기판(2
0) 사이에 끼워지지된 액정층(21)을 가진다.

    
상기 기판(11) 상에는 스위칭소자로서의 박막트랜지스터(이하, 단지 TFT라고 한다.)(51)나, 도시하지 않은 소스배선, 
게이트배선 등이 형성되어 있다. 게다가, 그들의 위에 금속막(광반사막)(52) 및 감광성 수지층(53)이 형성되어 있다. 
게다가, 감광성 수지층(53) 및 금속막(52) 상에는 광반사성 박막(15)이 형성되고, 그 광반사성 박막(15) 상에는 배향
막(22)이 설치되어 있다. 또한, 광반사성 박막(15)은 감광성 수지층(53)에 설치된 콘택트홀(54) 및 금속막(52)를 거
쳐 드레인 전극(51a)에 전기적으로 접속되어 있다.
    

    
상기 감광성 수지층(53)은 TFT(51) 상에 있어서는 그 TFT(51)가 설치된 것에 의해 발생하는 요철을 평탄화하기 위
한 평탄화막으로서 기능 및 보호막으로서의 기능을 가지고 있다. 또한, TFT(51)가 형성되어 있는 부분 이외의 영역에
서는 복수의 주상부 집합체(12)가 설치되어 있고, 반사판의 일부로서의 역할을 맡고 있다. 또한, 상기 주상부 집합체(
12)가 상기 실시의 형태 1에서 설명한 것과 마찬가지로, 복수의 미소한 주상부(13a)가 집합·배치되어 구성되어 있는 
것은 말할 것도 없다. 또한 편의상, TFT(51)와 감광성 수지층(53)과는 나누어 설명하고 있지만, 감광성 수지층(53)
은 통상 TFT(51)를 구성하는 막으로서 존재하는 것이다.
    

상기 광반사성 박막(15)은 반사판의 일부로서 기능함과 동시에, 주상부 집합체(12)가 설치되어 있는 영역에 있어서는 
화소전극으로서의 역할을 맡는다.

상기 금속막(52)는 광반사성을 가지고, 예컨대 Al, Ag, Cr, Ni, 또는 그들의 합금(예컨대, Ag-Cu합금 등) 등으로 이
루어진다.

다음으로, 본 실시의 형태에 관한 액정표시소자의 제조방법에 대하여 설명한다. 도 17은 그 액정표시소자에 관한 반사
판의 제조공정을 설명하기 위한 단면도이다.

우선, 종래 공지의 방법으로 TFT(51)나 금속배선 등을 기판(11) 상에 형성한다. 게다가, 도 17(A)에 나타내는 바와 
같이 그 TFT(51)에서의 드레인 전극(51a)에 적어도 일부가 겹치도록 하여, 종래 공지의 방법에 의해 금속막(52)을 
형성한다.
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다음으로, 상기 실시의 형태 1과 동일하게 하여, 기판(11)상에 감광성 수지재료를 스핀코트방식에 의해 도포하고(도포
공정), 감광성 수지재료가 도포된 기판(11)을 105 ℃에서 90초간 프리베이크하고, 도포막 중의 용제(溶劑)를 증발시
켜 감광성 수지층(16)을 형성한다(도 17(B) 참조).

    
다음으로, 도 17(C)에 나타내는 바와 같이 포토마스크(55)를 감광성 수지층(16)의 상방에 배치하고, 그 포토마스크(
55)를 거쳐 자외선을 노광한다(노광공정). 여기서, 잔막(13b)이 형성되도록 하는 경우에는 콘택트홀 형성영역은 잔막
(13b)보다도 깊은 위치에 형성되어 있는 것이 필요하다. 따라서, 그 콘택트홀 형성위치에서는 다른 영역에 비하여 적
산노광량을 크게 할 필요가 있다. 또한, 금속막(52) 근방에서는 조사된 자외선이 그 금속막(52)에 반사되는 결과, 다
른 노광되는 영역보다도 적산노광량은 크다. 또한, 상기 포토마스크(55)는 원형상 또는 타원형상의 차광부가 각각 소
정의 면적을 가지고 형성되어 있음과 동시에, 감광성 수지층(16)에서의 상기 금속막(52)에 대응하는 영역에 콘택트홀
(54)을 형성하기 위한 개구부도 형성되어 있다.
    

    
이어서, 동경응화사제의 NMD-3(상품명)을 0.4% 포함하는 수용액을 현상액으로 하고, 이 현상액에 의해 현상을 행하
여, 불필요한 부분을 용해처리한다(현상공정). 이 공정에 의해 도 17(D)에 나타내는 바와 같이 기판(11)상에 레지스
트기둥(17 …) 및 잔막(13b)과, 공극부(空隙部)(56)가 형성된다. 그 공극부(56)의 단면형상은 저부를 향함에 따라 
끝으로 확대되가는 대(台) 형상으로 되어 있다. 즉, 공극부(56)의 개구부분의 형상 및 그 크기는 포토마스크(55)의 개
구부의 크기에 대응하는 것이지만, 저부를 향할수록 그 차광부보다도 크게 되어 있다. 이것은 상기 노광공정에 있어서 
설명한 바와 같이, 금속막(54)으로 자외선이 반사되는 것에 의해, 그 금속막(54) 근방에서 적산노광량이 크게 되어, 
보다 광범위에서 광분해가 발생하는 것에 기인한다.
    

    
다음으로, 레지스트기둥(17 …) 등이 형성된 기판(11)을, 예컨대 120 ℃에서 5분간 가열하여 열처리를 행한다. 이것
에 의해, 도 17(E)에 나타내는 바와 같이 감광성 수지층(53)이 형성된다. 보다 상세하게는, TFT(51)가 형성되어 있
는 부분이외에서는 복수의 주상부(13a)로 이루어지는 주상부 집합체(12)가 설치된다. 또한, 공극부(56)에 있어서도 
개구부분이나 내벽면 등이 용융하여 열변형하지만, 본래적으로는 단면형상이 대형상으로 형성되어 있으므로, 저부가 폐
색되는 것을 방지할 수 있다. 이것에 의해 TFT(51)와 광반사성 박막(15)을 전기적으로 접속하는데 충분한 구경이 확
보된, 단면형상이 거의 직사각형상의 콘택트홀(54)을 형성할 수 있어, 동작불량이나 콘택트저항의 증대를 억제할 수 
있다.
    

게다가, 감광성 수지층(53) 중에 함유되어 있는 미반응물의 반응을 종료시키고, 광반사성 박막(15)의 형성공정 또는 
액정의 주입공정 등 정압하에 있어서 불순물이나 오염물질의 발생을 억제하기 위해, 포스트베이크공정을 행한다. 그 공
정에서의 처리온도 및 처리시간 등은 적절하게 필요에 따라서 설정하면 좋다.

또한, 도 17(F)에 나타내는 바와 같이 상기 감광성 수지층(53)상에 알루미늄을 증착하는 것에 의해, 광반사성 박막(1
5)을 형성한다(광반사성 박막 형성공정).

    
다음으로, 상기 광반사성 박막(15) 상에 폴리이미드 수지를 도포하여 러빙처리 등을 행하여 배향막(22)을 형성한다. 
한편, 대향기판(20)상에는 종래 공지의 방법으로 투명전극(23)을 형성하고, 그 투명전극(23) 상에 상기와 마찬가지로 
하여 배향막(24)을 형성한다. 이어서, 상기 기판(11)과 대향기판(20)을 접합시킨 후, 카이랄네마틱 액정에 흑의 이색
성 염료를 용융시킨 게스트호스트액정을 액정주입구에서 주입하여 액정층(21)을 형성한다. 이것에 의해 본 실시의 형
태에 관한 반사형 액정표시소자를 제조할 수 있다.
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이상과 같이, 본 실시의 형태에 관한 반사형 액정표시소자의 제조방법에 의하면, 광반사성 박막(15)과 TFT(51)과의 
사이에서의 콘택트저항의 증대를 억제할 수 있으므로, 동화상표시에 있어서 특히 양호한 표시품위를 가지는 반사형 액
정표시소자를 제조할 수 있다.

    
또한, 본 실시의 형태에 있어서는 열처리공정의 후, 콘택트홀(54)의 내벽면 근방을 한층 경화시키기 위한 딥UV조사공
정을 행하여도 좋다. 구체적으로는 콘택트홀(54)에 대응하는 영역이 개구한 마스크를 거쳐 단파장의 자외선(파장영역 
200 ∼ 400nm)을 콘택트홀(54)에 조사한다. 이것에 의해, 자외선이 조사된 부분에서는 가교가 한층 진행하는 결과, 
다른 부분보다도 경화도가 크게 된다. 따라서, 감광성 수지층(53)을 가열하는 포스트베이크공정을 행하여도 콘택트홀
(54)의 열변형을 방지할 수 있어, TFT(51)와 광반사성 박막(15)과의 전기적인 접속을 한층 양호한 것으로 할 수 있
다.
    

(실시의 형태 5)

본 실시의 형태 5에 관한 액정표시소자는, 도 18에 나타내는 바와 같이 상기 실시의 형태 4에 관한 반사형 액정표시소
자의 구성과 비교하여, 금속막을 감광성 수지층(53)에서의 감광성 수지보다도 표면 에너지가 큰 박막(이하, 단지 박막
이라고 함)(61)으로 바꾼 점이 다르다.

    
상기 박막(61)은 그 평면형상이 도 19에 나타내는 바와 같이 직사각형 프레임형상으로 설치되어 있고, 감광성 수지층
(53)과 비교하여 표면에너지가 큰 박막이다. 그 박막(61)이 직사각형 프레임형상으로 되어 있는 것은 그 중앙부분의 
공극에 있어서 광반사성 박막(15)과 드레인 전극(51a)을 전기적으로 접속하기 위함이다. 따라서, 박막(61)의 평면형
상으로서는, 상기 직사각형 프레임형상에 한정되는 것은 아니며, 원형 프레임형상이나 타원형 프레임형상 등의 프레임
형상체라도 좋다. 또한, 박막(61)이 감광성 수지층(53)보다도 표면에너지가 큰 박막으로 하는 것의 이유에 대해서는 
후술한다.
    

상기 박막(61)으로서는, 플루오르 원자를 포함하는 관능기(官能基)를 구비한 고분자 수지 등을 들 수 있다.

다음으로, 본 실시의 형태에 관한 액정표시소자의 제조방법에 대하여 설명한다. 도 20은 그 액정표시소자에 관한 반사
판의 제조공정을 설명하기 위한 단면도이다.

우선, 종래 공지의 방법으로 TFT(51)나 금속배선 등을 기판(11)상에 형성한다. 게다가, 도 20(A)에 나타내는 바와 
같이 그 TFT(51)에서의 드레인전극(51a)에 적어도 일부가 겹치도록 하여, 직사각형 프레임형상의 박막(61)을 형성
한다.

다음으로, 상기 실시의 형태 1과 동일하게 하여, 기판(11) 상에 감광성 수지재료를 스핀코트방식에 의해 도포한 후(도
포공정), 감광성 수지재료가 도포된 기판(11)을 105 ℃에서 90초간 프리베이크하고, 도포막 중의 용제를 증발시켜 감
광성 수지층(16)을 형성한다(도 20(B) 참조).

다음으로, 도 20(C)에 나타내는 바와 같이, 포토마스크(55)를 감광성 수지층(16)의 상방에 배치하고, 그 포토마스크
(55)를 거쳐 자외선을 노광한다(노광공정). 포토마스크(55)는 영역마다 차광율이 다르며, 예컨대 박막(61)상에서는 
가장 차광율이 낮게 되도록 패터닝되어 있다.

이어서, 동경응화사제의 NND-3(상품명)을 0.4% 포함하는 수용액을 현상액으로 하고, 이 현상액에 의해 현상을 행한
다(현상공정). 이 공정에 의해, 도 20(D)에 나타내는 바와 같이, 기판(11) 상에 레지스트기둥(17 …) 및 잔막(13b)
과, 콘택트홀(62)이 형성된다.
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다음으로, 레지스트기둥(17 …) 등이 형성된 기판(11)을, 예컨대 120 ℃에서 5분간 가열하여 열처리를 행한다(열처리 
공정). 이것에 의해, 도 20(E)에 나타내는 바와 같이, 감광성 수지층(53)이 형성된다. 상기 열처리시에는 콘택트홀(6
2)에서의 내벽도 열변형하여, 그 콘택트홀(62)을 막는 것으로 하지만, 박막(61)은 상기한 감광성 수지재료보다도 표
면에너지가 크기 때문에, 그 박막(61) 상으로 유동하는 것을 방지한다. 이 때문에, 콘택트홀(62)의 폐색이나 개구부의 
축소를 억제하여, TFT(51)와 광반사성 박막(15)을 전기적으로 접속하는데 충분한 구경(口徑)이 확보된 콘택트홀(6
2)을 형성할 수 있다. 따라서, 광반사성 박막(15)과 TFT(51)와의 콘택트저항의 증대를 억제할 수 있다.
    

게다가, 포스트베이크공정을 행한 후, 도 20(F)에 나타내는 바와 같이 상기 감광성 수지층(53) 상에 알루미늄을 증착
하는 것에 의해, 광반사성 박막(15)을 형성한다(광반사성 박막 형성공정).

다음으로, 상기 실시의 형태 4와 마찬가지로 하여, 광반사성 박막(15) 상에 배향막(22)을 형성한다. 한편, 대향기판(
20) 상에는 종래 공지의 방법으로 투명전극(23)을 형성하고, 또한 그 투명전극(23) 상에 상기와 마찬가지로 하여 배
향막(24)을 형성한다. 이어서, 상기 기판(11)과 대향기판(20)을 접합시킨 후, 액정재료 등 액정주입구에서 주입하여 
액정층(21)을 형성한다. 이것에 의해 본 실시의 형태에 관한 반사형 액정표시소자를 제조할 수 있다.

이상과 같이, 본 실시의 형태에 관한 반사형 액정표시소자의 제조방법에 의하면, 광반사성 박막(15)과 TFT(51)와의 
사이에서의 콘택트저항의 증대를 억제할 수 있으므로, 동화상표시에 있어서 특히 양호한 표시품위를 가지는 반사형 액
정표시소자를 제조할 수 있다.

또한, 본 실시의 형태에 있어서는 상기 실시의 형태 4와 동일하게, 열처리공정의 후, 콘택트홀(54)의 내벽면 근방을 한
층 경화시키기 위한 딥UV조사공정을 행하여도 좋다. 이것에 의해, 감광성 수지층(53)을 가열하는 포스트베이크 공정
을 행하여도 콘택트홀(54)의 열변형을 방지할 수 있어, TFT(51)와 광반사성 박막(15)과의 전기적인 접속을 한층 양
호한 것으로 할 수 있다.

또, 본 실시의 형태에 있어서는 박막(61)이 프레임형상체인 경우에 대하여 설명하였지만, 프레임형상이 아닌 통상의 
박막이어도 콘택트홀의 열변형을 방지함과 동시에, 드레인전극(51a)과 광반사성 박막(15)과의 전기적인 접속을 확보
하는 것이 가능하다. 구체적으로는 열처리 공정에 의해 감광성 수지층(53)을 형성한 후, O 2애셔 등에 의한 애싱을 행
하고, 상기 박막을 분해하여 회화(灰化)하고, 상기 박막(61)을 제거하면 된다. 이것에 의해, 콘택트저항을 한층 저하시
킬 수 있어, 표시품위가 지극히 양호한 반사형 액정표시소자를 제작할 수 있다.

(실시의 형태 6)

본 실시의 형태 6에 관한 반사형 액정표시소자의 제조방법은, 딥UV법에 의해 소망하는 형상의 콘택트홀이 형성된 반사
형 액정표시소자를 제작하는 태양이다. 도 21은 상기 제조방법을 설명하기 위한 플로챠트이다.

우선, 상기 실시의 형태 4와 동일하게 하여, TFT(51)나 금속배선 등을 기판(11) 상에 형성한 후(TFT형성공정, S1), 
기판(11) 상에 감광성 수지재료를 도포하고(도포공정, S2), 감광성 수지재료가 도포된 기판(11)을 105℃에서 90초
간 프리베이크하여(프리베이크공정, S3), 도포막 중의 용제를 증발시켜 감광성 수지층(16)을 형성한다.

다음으로, 포토마스크(55)를 감광성 수지층(16)의 상방에 배치하고, 그 포토마스크(55)를 거쳐 자외선을 노광한다(
노광공정, S4). 이어서, 동경응화사제의 NMD-3(상품명)을 0.4% 포함하는 수용액을 현상액으로 하고, 이 현상액에 
의해 현상을 행한다(현상공정, S5). 이 공정에 의해, 기판(11) 상에 레지스트기둥(17 …) 및 잔막(13b)과, 콘택트홀
(62)이 형성된다.

여기서, 콘택트홀(62)의 내벽면 근방을 한층 경화시키기 위해, 딥UV조사공정을 행한다. 구체적으로는 콘택트홀(62)
에 대응하는 영역이 개구한 마스크를 거쳐, 단파장의 자외선(파장영역 250 ∼ i선 365nm)을, 콘택트홀(62)에 조사한
다. 이것에 의해, 자외선이 조사된 부분에서는 가교가 한층 진행하는 결과, 다른 부분보다도 경화도가 크게 된다. 또, 본 
조사공정에 있어서는 단파장영역의 자외선으로 바꾸어 단파장영역의 전자선도 사용가능하다.
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다음으로, 레지스트기둥(17 …) 등이 형성된 기판(11)을, 예컨대 120℃에서 5분간 가열하여 열처리를 행한다(열처리 
공정). 이것에 의해, 도 20(E)에 나타내는 바와 같이 감광성 수지층(53)이 형성된다. 여기서, 콘택트홀(62)의 내벽면
은 다른 부분과 비교하여 가교가 진행하고 있으므로 경화도가 크고, 따라서 그 열처리공정에 있어서도 열변형이 일어나
기 어렵다. 따라서, TFT(51)와 광반사성 박막(15)을 전기적으로 접속하는데 충분한 구경을 유지할 수 있다.

게다가, 포스트베이크공정(S8)을 행한 후, 상기 감광성 수지층(53) 상에 알루미늄을 증착함으로써, 광반사성 박막(1
5)을 형성한다(광반사성 박막 형성공정, S9).

다음으로, 상기 실시의 형태 4와 동일하게 하여, 광반사성 박막(15)상에 배향막(22)을 형성한다. 한편, 대향기판(20)
상에는 종래 공지의 방법으로 투명전극(23)을 형성하고, 또 그 투명전극(23) 상에 상기와 마찬가지로 하여 배향막(2
4)을 형성한다.

이어서, 상기 기판(11)과 대향기판(20)을 접합시킨 후, 액정재료 등을 액정주입구에서 주입하여 액정층(21)을 형성한
다. 이상에 의해 본 실시의 형태에 관한 반사형 액정표시소자를 제조할 수 있다.

이상과 같이, 본 실시의 형태에 관한 반사형 액정표시소자의 제조방법에 의하면, 광반사성 박막(15)과 TFT(51)과의 
사이에서의 콘택트저항의 증대를 억제할 수 있으므로, 동화상표시에 있어서 특히 양호한 표시품위를 가지는 반사형 액
정표시소자를 제조할 수 있다.

또한, 본 실시의 형태에 있어서는 열처리 공정의 후, 포스트베이크공정의 전에 콘택트홀(54)의 내벽면 근방을 더 한층 
경화시키기 위한 딥UV조사공정을 행하여도 좋다. 이것에 의해, 자외선이 조사된 부분에서는 가교가 한층 진행하는 결
과, 다른 부분보다도 한층 경화도가 크게 되어, 포스트베이크공정을 행함으로써 콘택트홀(54)이 열변형을 일으키는 것
을 방지할 수 있다.

(그외의 사항)

상기 각 실시의 형태에 있어서 설명한, 본 발명의 주요 구성요소인 요철구조체(주상부 집합체 또는 계단형상 구조체)에 
대해서는 치수, 재질, 형상, 그 상대 배치등은 특히 한정적인 기재가 없는 한은 이 발명의 범위를 그들에만 한정하는 취
지인 것이 아니라, 단순한 설명예에 지나지 않는다.

예컨대, 주상부 집합체의 존재형태는 상기 각 실시의 형태에 기재한 것에 한정되는 것이 아니라, 잔막(13b)이 존재하
지 않고 주상부(13a)가 각각으로 독립한 상태로 해도 좋다. 또, 열처리 공정에서의 가열온도를 높게 설정하는 것에 의
해 도 22에 나타내는 바와 같이, 주상부(13a …)가 서로 결합하여, 요철차(凹凸差)가 작은 상태이어도 좋다. 이들의 
경우에 있어서도 상기 각 실시의 형태와 동일한 작용·효과를 나타낼 수 있다.

    
또, 상기 각 실시의 형태에 있어서는, 복수의 주상부 집합체 또는 복수의 계단형상 구조체가 각각의 방향으로 서로 평행
이동한 상태에서, 또한 각각 위치를 불규칙하게 하여 설치되어 있는 경우에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이것에 어
느 것도 한정되는 것이 아니라, 이하와 같은 태양이어도 좋다. 즉, 도 23에 나타내는 바와 같이 광반사성 박막(15)의 
표면형상이 표시화면을 상하로 2분할하는 경계선(P)을 향하여 경사진 요철면으로 되도록, 복수의 주상부 집합체(12)
를 배치하여도 좋다. 또한, 도 24에 나타내는 바와 같이 광반사성 박막(15)의 표면형상이 표시화면의 중심부분을 향하
여 경사진 요철면으로 되도록, 복수의 주상부 집합체(12)를 배치하여도 좋다.
    

또한, 상기 각 실시의 형태에 있어서는, 복수의 요철구조체가 불규칙하게 배치된 구조의 반사판의 경우에 대하여 설명
하였지만, 본 발명은 이것에 어떠한 것도 한정되는 것이 아니다. 예컨대, 도 25에 나타내는 바와 같이 동심원형상으로 
되도록 요철구조체를 규칙적으로 배열한 회절 반사판으로 해도 좋다. 본 발명에 있어서는 경사각의 크기, 경사각 분포 
및 분포밀도를 제어할 수 있으므로, 색재현 범위의 회절형 반사판을 제작할 수 있다.

또, 상기 각 실시의 형태에 있어서는 한 종류의 요철 구조체가 설치된 반사판에 대하여 설명하였지만, 서로 다른 형상의 
요철구조체가 복수종 설치된 구성이어도 상기 각 실시의 형태와 동일한 작용·효과를 나타낼 수 있다.
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또한, 기본단위로서의 요철구조체가 회절격자모양이어도 좋다. 구체적으로는 예컨대 요철구조체를 구성하는 각 볼록부
의 기판으로부터의 높이가 동일하고, 또한 단면형상도 동일하게 할 수 있다. 도 26(A)는 요철구조체가 회절격자인 경
우의 볼록부의 단면형상을 나타내는 단면도이다. 도 26(B)는 복수의 회절격자형상의 요철구조체를 평면시한 평면도이
다. 도 26(A) 및 26(B)에 나타내는 바와 같이, 기본단위로서의 요철구조체(80 …)는 모자이크형상으로 배치되어 있
다. 각 요철구조체(80)의 평명형상 및 면적은 랜덤하며, 또한 주기의 방향(볼록부의 배열방향)도 랜덤하다. 각 요철구
조체(80)는 스트라이프 형상의 회절격자이고, 그 크기는 약 20 ∼ 50㎛의 범위내로 되도록 형성되어 있다. 게다가, 요
철구조체(80)를 구성하는 볼록부(81 …)는 등간격으로 또 주기적으로 배열한 질화실리콘막(82)으로 이루어진다. 피
치간격은 약 4 ㎛이고, 각 볼록부(81)의 기판(11)으로부터의 높이는 동일하며 약 0.25㎛이다. 또한, 볼록부(81) 상에
는 광반사막(83)이 설치되어 있다. 이 광반사막(83)은 화소전극으로서의 기능을 가지고 있다. 상기한 바와 같이, 요철
구조체를 회절격자형상으로 하는 것에 의해, 볼록부(81)와 볼록부(81)와의 사이에 평탄부분이 있어도, 회절현상에 의
해 정반사광을 감소시켜 확산광을 증가시킬 수있다. 종래의 반사판과 같이, 기본단위가 하나인 볼록부 또는 오목부로 
구성되어 있는 경우에 있어서, 상기 공정의 간략화를 행하면, 볼록부 또는 오목부의 사이의 평탄부분이 형성되는 결과, 
정반사광이 강하게 된다. 이것에 의해, 시각방향의 밝기가 불충분하게 되어, 양호한 페이퍼화이트성이 얻어지지 않는다. 
또한, 상기 구성에 있어서는 볼록부(81 …)의 주기는 반드시 엄밀히 일정하게 할 필요는 없으며, 주기의 산란이 평균주
기보다 작은 경우에는 어느 정도 불규칙하여도 기본단위가 복수의 볼록부(81)로 이루어지는 요철구조체(80)로 하는 
것에 의해, 상기와 마찬가지로 정반사광의 저감효과가 얻어진다. 다만, 볼록부(81)의 주기성이 높을수록, 회절현상에서
의 파장의존성에 의해 착색이 발생하므로, 요철구조체(80)의 분산위치 및 주기의 방향, 또는 적어도 어느 한쪽을 랜덤
하게 함으로써, 착색의 발생을 억제할 필요가 있다. 또한, 볼록부(81 …)의 피치간격이 다른 요철구조체와 조합하는 것
에 의해서도 착색의 발생을 억제할 수 있다.
    

또한 본 발명에 있어서는, 반도체층, 금속막 및 절연막 등으로 이루어지는 비선형소자를 형성할 때, 이들의 층 중 적절
하게 선택한 층으로 이루어지는 볼록부를 동시에 형성하여 구성되는 반사판이어도 좋다. 구체적으로는, 예컨대 도 28에 
나타내는 구성의 반사판을 들 수 있다. 동 도면에 나타내는 기판(11) 상에는 TFT(51)와, 복수의 볼록부(90…)가 형
성되어 구성되어 있다. 상기 TFT(51)는, 기판(11)의 위에 형성된 게이트전극(91)과, 게이트절연막층(92)과, 아몰퍼
스 실리콘(a-Si)층(93a) 및 n + a-Si층(93b)으로 이루어지는 반도체층(93)과, 소스·드레인전극(94)과, 절연막층
(96)(보호막에 상당)의 각 층에 의해 적층된 구성으로 되어 있다. 또, 상기 볼록부(90)는, 패터닝하는 등하여 TFT(5
1)를 형성할 때 동시에 형성된 것이고, 게이트전극(91)과, 게이트절연막층(92)과의 각 층에 의해 적층된 구성으로 되
어 있다. 게다가 볼록부(90) 상에는 광반사성을 가지는 화소전극(95)이 설치되어 있고, 당해 화소전극(95)의 표면에
는 평탄부분도 존재한다. 상기한 바와 같은 구성의 반사판이라면, TFT(51)의 형성과 동시에 볼록부(90)도 형성하므
로, 제조프로세스를 간략화할 수 있어, 제조코스트의 저감이 도모된다.

    
이상과 같이, 제1의 발명군에 관한 반사판은 복수의 요철로 이루어지는 요철구조체를 기본단위로 하는, 예컨대 정수리
부의 높이 위치가 서로 다른 적어도 2개의 볼록부를 가지는 요철구조체가 설치되어 있으므로, 단면형상을 비대칭으로 
할 수 있고, 경사각의 분포를 정밀하게 제어할 수 있다. 이 결과, 광반사성 박막의 표면은, 정반사방향이 아니고 이방성
을 가지는 범위의 방향으로 광을 산란·반사시키는 것이 가능하게 되어, 소정의 각도범위내의 방향에 대하여 밝게 반사
시킬 수 있다. 또, 정수리부의 높이위치가 일정하여도 기본단위에서 회절격자로서의 기능을 발생시켜, 이것에 의해 정
반사 방향의 광을 줄여 패널 정면방향으로의 산란광을 늘여 밝은 표시를 얻을 수 있다. 따라서, 페이퍼화이트성이 뛰어
나는 등 반사특성이 양호하며, 또한 반사특성의 제어성이 뛰어난 반사판을 제공할 수 있다.
    

또, 제1의 발명군에 관한 반사형 액정표시소자는 상기한 반사판을 구비하는 것에 의해, 매우 밝은 표시가 가능하게 되
어, 콘트라스트특성이 양호한 표시품위로 할 수 있다. 게다가, 스위칭소자를 구비한 액티브매트릭스 구동으로 하는 경
우에도, 스위칭소자와 화소전극을 전기적으로 접속하기 위한 콘택트홀이 폐색하는 것을 방지하여, 콘택트저항의 증대를 
억제하므로, 특히 동화상표시 등에 있어서 뛰어난 표시품위로 할 수 있다.

[제2 발명군]
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(실시의 형태 7)

본 발명의 실시의 형태 7에 대하여, 도 28 ∼ 도 31에 기초하여 설명한다. 도 28은 본 실시의 형태에 관한 액정표시소
자의 제조방법에 있어서, 반사판을 제작할 때에 이용한 정반의 표면의 부감(俯瞰)확대도이다. 도 29는 본 발명의 표시
소자의 제조방법의 개략을 나타내는 공정도이다.

    
우선, 도 28(A)에 나타내는 정반(105)을 제작하였다. 즉, 알루미늄을 절삭가공하여 금형을 만들고, 이 금형과 저융점
글라스와 중합하여 프레스를 하고, 정반(105)을 제작하였다. 정반(105)의 표면은 부형을 원하는 형상과는 역형(逆型)
형상의 평면으로 되어 있다. 구체적으로는, 1화소에 대응하는 영역(102 …)마다, 일변 10 ㎛의 육각추형상으로 새겨넣
은 오목부(101 …)가 다수 극간없이 채워져 있다. 각 오목부(101 …)는 그들의 깍아넣은 깊이를 각각 다르게 하여 랜
덤하게 분포하고 있다. 다만, 각 오목부(101)에서의 경사면과 수평면과의 이루는 각(θ)(경사각)이 4도에서 16도의 
범위내로 되도록 제어되어 있다. 이것은 경사각이 4도보다 작으면 정반사방향으로의 산란이 증가하는 한편, 경사각이 
16도보다 크다면, 산란성이 지나치게 강하게 되어 밝기가 불충분하게 된다고 하는 문제점이 생기기 때문이다. 또, 동일
한 경사각을 가지는 오목부끼리의 수는 동수가 되도록 형성하고 있다.
    

    
게다가 상기 정반에는 각 화소영역마다 콘택트홀을 형성하기 위한 4각기둥형상의 돌기(103)와, 스페이서로서의 역할
을 맡는 지지부를 형성하기 위한 구멍(104)이 설치되어 있다. 돌기(103)는 후술하는 TFT소자의 드레인 전극에 위치
하도록, 각 영역(2 …)의 모서리부(角部)에 설치되어 있다. 구멍(104)은 돌기(103)의 형성위치의 대각(對角)에 설치
되어 있다. 돌기(103)의 높이는 3 ㎛이고, 또 수평방향에서의 단면형상은 일변 8 ㎛의 직사각형상이다. 구멍(104)의 
깊이는 5 ㎛이고, 또 개구형상은 일변이 15 ㎛의 직사각형상이다. 또한, 도 28에서는 각 화소영역(2 …)의 일부에 육
각 추형상으로 깍아넣은 오목부(101 …)를 도시하고 있으며, 다른 부분에서의 오목부(101)에 대해서는 생략하고 있다.
    

다음으로, 정반(105)에서의 육각추형상의 오목부(101 …)가 형성된 면에, 플루오르계의 실란커플러를 화학흡착시켜 
단분자막(106)을 형성하고, 이형처리를 행하였다. 이것에 의해, 정반(105) 표면의 습윤성을 저감시킬 수 있었다.

또한, 미리 TFT소자(107)가 형성된, 유리로 이루어지는 기판(108) 상에 아크릴 수지를 롤코터법에 의해 도포하여, 
두께 4 ㎛의 도포막(109)을 형성하였다(도 29(A) 참조).

    
이어서, 이형처리를 행한 면을 도포막(109)과 대면하도록 정반(105)과 기판(108)을 위치맞춤하여 중합하고, 압력 0.
3기압으로 프레스하였다. 게다가, 가압프레스한 상태에서 정반(105)측으로부터 자외선을 조사하고, 아크릴수지로 이
루어지는 도포막(109)을 경화시켰다. 그 후, 정반(105)을 벗겨내면 도 29(C)에 나타내는 바와 같이, 각 화소마다 콘
택트홀(110), 스페이서로서의 지지부(111) 및 육각추형상의 볼록부(112 …)를 가지는 고분자 수지층(113)을 형성하
는 것이 가능하였다. 게다가, 콘택트홀(110)의 저부에 TFT소자(107)의 드레인 전극(107a)의 표면이 확실하게 노출
하도록, 산소플라즈마 애셔로 약 0.2 미크론만큼 고분자 수지층(113) 전체의 표층부분을 깍아냈다.
    

다음으로, 부형으로서의 정반(105)에 의해, 표면이 요철형상의 고분자 수지층(113)을 구비한 기판(108)상에, 스퍼터
링법에 의해 두께 0.3 ㎛의 알루미늄막을 성막한 후 패터닝하여 화소전극(반사막)(114)을 형성하였다. 게다가, 화소전
극(114) 상에 종래 공지의 방법으로 배향막(115)을 성막하고, 러빙처리를 행하였다.

그 한편, 투명성을 가지는 대향기판(116)을 준비하고, 이 대향기판(116) 상에 종래 공지의 방법으로 대향전극으로서
의 투명전극(117)을 형성하였다. 이어서, 투명전극(117)상에 상기와 동일한 공정을 반복하는 것에 의해 배향막(115)
을 성막한 후, 러빙처리를 더 행하였다.
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이어서, 기판(108)의 주연부에, 액정주입구의 부분을 결한 프레임형상으로 실수지를 도포하고, 대향기판(116)과 기판
(108)을 접합하고, 이 상태에서 가열프레스하여 실수지를 경화시켰다. 게다가, 상기 액정주입구로부터 액정을 주입하
여 광변조층으로서의 액정층(120)을 형성하고, 액정패널을 제작하였다.

    
이상과 같이, 본 실시의 형태에 관한 제조방법에 의하면, 오목부(101)는 부형에 의해 형성하므로, 바람직한 산란특성
에 맞추어 소망하는 형상으로 가공할 수있어, 형상제어의 자유도가 높다. 게다가, 공정은 간편하다. 또한, 본 실시의 형
태에 관한 제조방법에 의하면, 스페이서로서의 기능을 가지는 지지부(111)를 표면이 요철형상인 고분자 수지층(113)
과 일체적으로 형성하므로, 종래 행하고 있던 스페이서의 산포가 불필요하다. 이 때문에, 제조코스트의 억제가 도모될 
수 있다. 또, 예컨대 구형상의 스페이서 등에 의해 셀갭을 제어하는 경우에는 기판(108) 상의 배향막(115)의 표면이 
요철이므로, 반드시 균일하게 셀갭을 유지할 수는 없었다. 그러나, 상기 구성과 같이 고분자 수지층(113)과 일체적으
로 형성하면, 각 화소마다 액정층(120)의 평균두께를 5미크론으로 균일하게 형성할 수 있었다. 게다가, 반사막(화소전
극(114))의 산란특성은 입사각 30도의 입사광에 대하여, 패널정면을 중심으로 전후 좌우로 약 25도의 범위에서 반사
광강도가 일정하게 되어, 좌우의 눈에서 느끼는 광이 균등하게 백색감이 있었다. 또한, 밝기도 종이의 수배 이상의 강도
가 얻어져, 페이퍼화이트성이 뛰어나다는 것을 확인하였다.
    

여기서, 대향기판(116)의 외측에 1/4파장판(118)을 설치하고, 또한 1/4파장판(118)의 외측에 편광판(119)을 설치
하여 반사형의 액정표시소자를 제작하였다(도 30 참조). 이 반사형의 액정표시소자를 구동시키면, 표시화면은 밝고, 백
색도는 높았다. 이것에 의해 본 실시의 형태에 관한 제조방법에 의해 제작된 액정표시소자는 양호한 표시품위를 나타내
는 것이 확인되었다.

    
또한, 본 실시의 형태에서는, 기판(108) 상에 형성된 고분자 수지층(113)으로 부형을 하여 성형한 경우에 대하여 설명
하였지만, 본 발명은 이것에 어느 것도 한정되는 것이 아니다. 예컨대 기판자신이 수지로 이루어지는 플라스틱기판의 
표면을 직접 성형하는 것에 의해, 스페이서로서의 돌기 및 오목부 등을 설치하는 것도 가능하다. 상기 플라스틱 기판으
로서, 예컨대 자외선 중합형의 아크릴 수지를 사용하는 경우에는 상술한 것과 동일한 방법으로 성형하는 것이 가능하다. 
또, 폴리카보네이트나 폴리에테르술폰 등의 열가소성 재료를 사용하는 경우에는 가압프레스를 할 때에 가열을 하면 좋
다. 플라스틱 기판을 사용하는 경우, 종래에는 기판제작 시에 평면도가 양호한 정반으로 프레스하여 표면을 평활하게 
하는 공정을 행하고 있었지만, 본 발명에서는 기판의 제작과 동시에 스페이서로서의 지지부나 요철을 형성할 수 있으므
로, 공정을 간략화할 수 있어 저코스트화가 도모된다.
    

    
게다가, 미리 스페이서로서의 지지부나 요철을 구비한 수지필름을 기판 상에 라미네이트하는 것도 가능하다. 구체적으
로는, 예컨대 도 31(A)에 나타내는 바와 같이 두께 100 ㎛의 PET(폴리에틸렌텔레프탈레이트)로 이루어지는 베이스
필름(성형형)(121)을 볼록부 또는 오목부 및 스페이서용의 지지부를 성형하기 위해 요철을 새긴 금속롤(122)로 가열
프레스하여 성형하고, 베이스필름(121)표면에 소망하는 요철을 형성한다. 이어서, 베이스필름(121) 상에 레지스트수
지막(123)을 롤코터법에 의해 도포한다. 도포막의 두께는, 예컨대 수 ㎛ ∼ 10㎛ 정도로 한다. 이것에 의해, 라미네이
트형의 필름 레지스트(124)를 제작한다(도 31(B)). 게다가, 이 필름 레지스트(124)를 TFT소자(107)가 형성된 기
판(108) 상에 라미네이트하고, 베이스필름(121)을 벗겨내면, 도 31(C)에 나타내는 바와 같이 당해 베이스필름(121)
에 의해 부형된 레지스트 수지막(123)이 기판(108) 상에 형성되어 있다. 게다가, TFT소자(107)에서의 드레인전극(
107a)과, 상기 레지스트수지막(123)상에 형성하는 반사막으로서의 화소전극을 전기적으로 접속하기 위한 콘택트홀을 
포토리소그라피공정에 의해 형성한다. 이와 같이, 부형에 의한 요철의 형성을 기판 상에서 행하는 것이 아니라, 별도의 
프로세스로 수지필름을 형성하여 두면, 기판상에서 부형에 의한 요철형성을 행한 때에 발생하는 성형불량에 의해 기판
이 파손하는 것을 방지할 수 있어, 수율의 향상이 도모된다. 뿐만 아니라, 기판 상에서 부형에 의한 성형을 행하는 경우
보다도 수지필름에 대하여 성형을 행하는 쪽이 단시간에 처리할 수 있으므로, 코스트의 저감이 도모된다.
    

(실시의 형태 8)

 - 30 -



공개특허 특2001-0082507

 
    
본 실시의 형태에 관한 반사형 표시소자의 제조방법은, 상기 실시의 형태 7에 관한 제조방법과 비교하여, 포토리소그라
피법을 이용하여 고분자 수지층(113)을 형성한 점이 다르다. 이 포토리소그라피법을 채용하는 것에 의해, 본 실시의 
형태에 있어서는, 상기 실시의 형태 7에 있어서는 성형을 행하는데 필요한 여러가지의 제조장치가 불필요하게 된다. 이
들의 제조장치는, 통상의 액정표시소자를 제작하는 경우에 있어서는 사용되지 않는 것이므로, 본 실시의 형태에 있어서
는 제조코스트의 저감을 도모할 수 있다.
    

이하에, 본 실시의 형태에 관한 반사형 표시소자의 제조방법에 대하여 상술한다. 도 32는 고분자 수지층(113)을 형성
할 때에 사용한 포토마스크의 개략 평면도이다.

우선, TFT소자나 배선 등이 형성된 기판 상에 네가형 포토레지스트인 OMR85(상품명, 동경응화공업(주)제)를, 스핀
코트법에 의해 도포하였다. 이 때, 도포하여 형성한 레지스트막의 막두께는 3.0 ㎛로 하였다.

이어서, 포토마스크를 거쳐 레지스트막에 20mJ/cm 2의 조사에너지로 자외선을 노광하였다.

    
여기서 상기 포토마스크에는, 도 32에 나타내는 바와 같이 각 화소영역(102) 내에 육각추형상의 오목부를 복수 형성하
므로, 육각형상의 망점패턴군이 복수 형성된 차광패턴이 설치되어 있다. 이 육각형상의 망점패턴군은 망점이 육각형(1
30)의 중심부를 향할수록 분포밀도가 높게 되도록 패터닝되어 있고, 이것에 의해 중심부에서는 투과율이 서서히 작게 
되고 있다. 이 결과, 종래의 마스크에서는 불가능하였던 중간조를 표현할 수 있다. 망점패턴군을 구성하는 망점은 1.0 
㎛의 직사각형창이고, 망점의 분포밀도에 따라 각각의 육각형(130)의 중심부에서 투과율을 변화시키고 있다. 육각형(
130)의 일변은, 예컨대 수십 ㎛정도이다. 게다가, 화소영역에 대응하는 영역마다 직사각형의 차광창(131)이 각각 설
치되어 있다.
    

상기 노광에 있어서는 미러프로젝션 노광기를 이용하였다. 이것에 의해, 자외선을 노광한 부분을 불용화(不溶化)시키
고, 또 현상을 행하는 것에 의해(현상시간 60초), 각각 깊이가 다른 복수의 육각추형상의 오목부, 및 콘택트홀을 형성
할 수 있었다.

    
여기서, 네가형 포토레지스트 OMR85의 해상도는 약 4 ㎛이고, 미러프로젝션 노광기의 해상도는 1 ∼ 2 ㎛이다. 따라
서, 이들의 레지스트 및 노광기를 조합하여 노광한 경우의 해상한계는 4 ㎛정도로 된다. 그러나, 본 실시의 형태에 있어
서는 1 ㎛의 망점이 패터닝된 포토마스크를 이용하므로, 상기 해상한계를 넘어 미세한 가공을 행할 수 있다. 이 결과, 
완만한 경사면을 가지는 볼록부를 형성할 수 있다. 또한, 동 도면에서는 생략하고 있지만, 실제로는 차광부(131)이외
는 육각형상의 망점패턴군으로 다 메우고 있다.
    

이어서, 현상후의 레지스트막을 소정의 소성온도(燒成溫度)에서 소성한 후, 당해 레지스트막 상에 알루미늄으로 이루
어지는 반사막으로서의 화소전극을 성막하고, 패터닝을 행하였다. 게다가 화소전극 상에 배향막을 형성한 후, 이 배향
막에 러빙처리를 행하였다.

그 한편, 상기 실시의 형태 7과 마찬가지로, 대향기판(116)을 준비하고, 이 대향기판(116)상에 투명전극 및 배향막을 
순차 성막하고, 또한 배향막에 대해서는 러빙처리를 행하였다.

    
이어서, 기판 상에 스페이서를 산포한 후, 상기 실시의 형태 1과 동일하게 하여 기판 상에 실수지를 도포하고, 대향기판
과 기판을 접합하여 패널을 조립하였다. 이 패널에 액정을 주입한 후, 대향기판의 외측에 순차 1/4파장판 및 편광판을 
설치하고, 본 실시의 형태에 관한 반사형의 액정표시소자를 제작하였다. 게다가, 상기 실시의 형태 1과 마찬가지로, 액
정표시소자의 표시특성에 대하여 조사한 결과, 패널 정면 근방에서 본 반사광강도도 일정하고, 또한 백색도가 높은 양
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호한 표시품위를 나타내는 것을 확인하였다.
    

이상과 같이, 본 실시의 형태에 관한 반사형 표시소자의 제조방법에 의하면, 미소한 망점패턴군으로 이루어지는 차광패
턴을 가지는 포토마스크를 이용하는 것으로, 종래의 크롬마스크에서는 불가능하였던 미세한 표면형상의 제어가 가능하
게 된다. 게다가, 망점패턴군의 패턴형상을 변화시키면 요철의 형상의 제어도 용이하게 행할 수 있다. 또, 노광기 등의 
설비나 재료등은 종래의 것으로 충분하므로, 새로운 설비 등을 도입할 필요도 없다.

(그외의 사항)

상기 실시의 형태 7 및 실시의 형태 8에 있어서는 반사형의 액정표시소자에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이것에 어
떠한 것도 한정되는 것이 아니다. 즉, 산란반사막과, 균일한 층형성을 요하는 수광형 소자라면, 본 발명은 모든 소자에 
적용가능하다.

또한, 상기 실시의 형태 7 및 실시의 형태 8에 있어서는, 오목부가 육각추형상의 경우에 대하여 설명하였지만, 본 발명
은 이것에 어떠한 것도 한정되는 것이 아니라, 각추형상 또는 원추형상이라도 좋다. 다만, 경사각은 4도 ∼ 16도의 범
위내인 것이 바람직하다. 여기서, 경사각이란 각추형상의 경우에서는 수평면과 경사면과의 이루는 각을 나타내고, 원추
형상의 경우에서는 수평면과 모선과의 이루는 각을 나타낸다.

이상과 같이 제2의 발명군에 의하면, 반사판에서의 요철이 부형을 하여 성형된 것이므로, 형상을 정밀하게 제어한 요철
을 형성할 수 있다. 이것에 의해 정반사방향으로의 반사를 저감시켜, 밝고 백색도가 높은 반사형 표시소자가 얻어진다. 
또한, 상기 요철과, 스페이서로서의 지지부가 일체적으로 성형되어 있으므로 셀갭을 균일하게 할 수 있어, 표시얼룩의 
발생을 저감시킨 반사형 표시소자 및 그 제조방법을 제공할 수 있다.

    
또한, 제2의 발명군에 의하면, 노광기 및 상기 감광성 수지층의 해상한계보다도 미소한 망점으로 이루어지는 차광패턴
을 가지는 포토마스크를 이용하여 요철을 형성하므로, 완만한 곡면형상의 요철을 형성할 수 있는 등, 적절하게 형상제
어가 가능하게 된다. 이것에 의해, 임의의 방향으로부터 입사한 광을 정반사방향이 아니라, 반사형 표시소자의 정면방
향으로 산란·반사시킬 수 있는 등, 밝고 백색도가 높은 화상표시가 가능한 반사형 표시소자 및 그 제조방법을 제공할 
수 있다.
    

또, 발명의 상세한 설명의 항에 있어서 이루어진 구체적인 실시태양은 어디까지나 본 발명의 기술내용을 명백하게 하는 
것으로서, 그와 같은 구체예에만 한정하여 협의로 해석되어야 하는 것이 아니라, 본 발명의 정신과 다음에 기재되는 클
레임의 사항과의 범위내에서 여러가지로 변경하여 실시할 수 있는 것이다.

    발명의 효과

    
이상과 같이, 제1의 발명군에 관한 반사판은 복수의 요철로 이루어지는 요철구조체를 기본단위로 하는, 예컨대 정수리
부의 높이 위치가 서로 다른 적어도 2개의 볼록부를 가지는 요철구조체가 설치되어 있으므로, 단면형상을 비대칭으로 
할 수 있고, 경사각의 분포를 정밀하게 제어할 수 있다. 이 결과, 광반사성 박막의 표면은, 정반사방향이 아니고 이방성
을 가지는 범위의 방향으로 광을 산란·반사시키는 것이 가능하게 되어, 소정의 각도범위내의 방향에 대하여 밝게 반사
시킬 수 있다. 또, 정수리부의 높이위치가 일정하여도 기본단위에서 회절격자로서의 기능을 발생시켜, 이것에 의해 정
반사 방향의 광을 줄여 패널 정면방향으로의 산란광을 늘여 밝은 표시를 얻을 수 있다. 따라서, 페이퍼화이트성이 뛰어
나는 등 반사특성이 양호하며, 또한 반사특성의 제어성이 뛰어난 반사판을 제공할 수 있다.
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또, 제1의 발명군에 관한 반사형 액정표시소자는 상기한 반사판을 구비하는 것에 의해, 매우 밝은 표시가 가능하게 되
어, 콘트라스트특성이 양호한 표시품위로 할 수 있다. 게다가, 스위칭소자를 구비한 액티브매트릭스 구동으로 하는 경
우에도, 스위칭소자와 화소전극을 전기적으로 접속하기 위한 콘택트홀이 폐색(閉塞)하는 것을 방지하여, 콘택트저항의 
증대를 억제하므로, 특히 동화상표시 등에 있어서 뛰어난 표시품위로 할 수 있다.

게다가 제2의 발명군에 의하면, 반사판에서의 요철이 부형을 하여 성형된 것이므로, 형상을 정밀하게 제어한 요철을 형
성할 수 있다. 이것에 의해 정반사방향으로의 반사를 저감시켜, 밝고 백색도가 높은 반사형 표시소자가 얻어진다. 또한, 
상기 요철과, 스페이서로서의 지지부가 일체적으로 성형되어 있으므로 셀갭을 균일하게 할 수 있어, 표시얼룩의 발생을 
저감시킨 반사형 표시소자 및 그 제조방법을 제공할 수 있다.

    
또한, 제2의 발명군에 의하면, 노광기 및 상기 감광성 수지층의 해상한계보다도 미소한 망점으로 이루어지는 차광패턴
을 가지는 포토마스크를 이용하여 요철을 형성하므로, 완만한 곡면형상의 요철을 형성할 수 있는 등, 적절하게 형상제
어가 가능하게 된다. 이것에 의해, 임의의 방향으로부터 입사한 광을 정반사방향이 아니라, 반사형 표시소자의 정면방
향으로 산란·반사시킬 수 있는 등, 밝고 백색도가 높은 화상표시가 가능한 반사형 표시소자 및 그 제조방법을 제공할 
수 있다.
    

(57) 청구의 범위

청구항 1.

복수의 요철을 가지는 요철구조체를 기본단위로 하고, 당해 요철구조체가 복수 설치된 기판과,

상기 요철구조체의 위에 설치된 광반사성 박막을 구비하는 것을 특징으로 하는 반사판.

청구항 2.

제1항에 있어서,

상기 기판 상에 설치된 상기 요철구조체가 임의의 방향으로 랜덤하게 분산배치되어 있는 것을 특징으로 하는 반사판.

청구항 3.

제1항에 있어서,

상기 요철구조체에서의 요철의 정수리부의 높이위치, 또는 저부의 깊이 위치가 서로 다른 것을 특징으로 하는 반사판.

청구항 4.

제1항에 있어서,

상기 요철구조체는 서로 높이가 다른 복수의 미소한 주상부(柱狀部)가 각각 독립하여, 또는 적어도 일부가 결합하여 구
성된 주상부 집합체인 것을 특징으로 하는 반사판.

청구항 5.

제4항에 있어서,

상기 요철구조체의 높이분포는 피크가 중심부분으로부터 특정방향으로 어긋난 위치에 있고, 또한 그 피크로부터 주연(
周緣)을 향하여 감소경향을 나타내는 분포상태를 나타내며,
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상기 요철구조체를 덮는 상기 광반사성 박막의 표면은, 상기 특정방향에서의 곡율이 상기 특정방향과는 반대의 방향에
서의 곡율보다도 큰 곡면인 것을 특징으로 하는 반사판.

청구항 6.

제5항에 있어서,

상기 요철구조체와 광반사성 박막과의 사이에는 적어도 1층의 고분자 수지층이 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 반
사판.

청구항 7.

제1항에 있어서,

상기 요철구조체는 계단형상의 단부를 복수 가지는 계단형상 구조체인 것을 특징으로 하는 반사판.

청구항 8.

제7항에 있어서,

상기 요철구조체의 높이분포는 피크가 중심부분으로부터 특정방향으로 어긋난 위치에 있고, 또한 그 피크로부터 주연을 
향하여 감소경향을 나타내는 분포상태를 나타내며,

상기 요철구조체를 덮는 상기 광반사성 박막의 표면은 상기 특정방향에서의 곡율이 상기 특정방향과는 반대의 방향에
서의 곡율보다도 큰 곡면일 것을 특징으로 하는 반사판.

청구항 9.

제8항에 있어서,

상기 요철구조체와 광반사성 박막과의 사이에는, 적어도 1층의 고분자 수지층이 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 반
사판.

청구항 10.

제1항에 있어서,

상기 반사판이 복수의 상기 요철구조체가 상기 기판상에 주기적으로 설치된, 광을 반사회절시키는 회절형 반사판인 것
을 특징으로 하는 반사판.

청구항 11.

제1항에 있어서,

상기 요철구조체의 평면형상에서의 크기가, 1 ㎛ 이상, 100㎛ 이하의 범위내에 있는 것을 특징으로 하는 반사판.

청구항 12.

제1항에 있어서,
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상기 복수의 요철구조체가 각각 광을 반사회절시키는 주기구조를 가지고 있고, 그 요철구조체는 그 위치 및/또는 주기
의 방향이 랜덤하게 되도록 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 반사판.

청구항 13.

비선형소자가 설치된 기판과,

상기 기판상에 설치되어 소정의 영역에 요철구조체를 가지는 감광성 수지층과,

상기 감광성 수지층 상에 설치된 광반사성을 가지는 화소전극으로서, 그 감광성 수지층에 설치된 콘택트홀을 거쳐 상기 
비선형 소자와 전기적으로 접속된 그 화소전극을 구비하며,

상기 콘택트홀의 저부에는 광반사성막이 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 반사판.

청구항 14.

비선형 소자가 설치된 기판과,

상기 기판상에 설치되어 소정의 영역에 요철구조체를 가지는 감광성 수지층과,

상기 감광성 수지층 상에 설치된 광반사성을 가지는 화소전극으로서, 그 감광성 수지층에 설치된 콘택트홀을 거쳐 상기 
비선형 소자와 전기적으로 접속된 그 화소전극을 구비하고,

상기 콘택트홀의 저부에는 상기 감광성 수지층보다도 표면에너지가 큰 박막이 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 반사
판.

청구항 15.

제13항에 있어서,

상기 감광성 수지층에서의 콘택트홀의 내벽근방의 가교도는, 다른 부분과 비교하여 큰 것을 특징으로 하는 반사판.

청구항 16.

비선형 소자가 설치된 기판과,

상기 기판 상에 설치되어 소정의 영역에 요철구조체를 가지는 감광성 수지층과,

상기 감광성 수지층 상에 설치된 광반사성을 가지는 화소전극으로서, 그 감광성 수지층에 설치된 콘택트홀을 거쳐 상기 
비선형 소자와 전기적으로 접속된 그 화소전극을 구비하며,

상기 콘택트홀은 그 내벽근방의 가교도가 다른 부분보다도 크게 되도록 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 반사판.

청구항 17.

비선형 소자 및 복수의 요철이 설치된 기판과,

상기 요철 상에 설치된 광반사성을 가지는 화소전극을 구비하는 반사판으로서,

상기 요철이 상기 비선형 소자를 구성하는 층중, 임의로 선택한 1층 또는 복수의 층을 적층한 것으로 이루어지는 것을 
특징으로 하는 반사판.
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청구항 18.

투명성을 가지는 대향기판과,

상기 대향기판에 대향하는 반사판으로서, 복수의 요철을 가지는 요철구조체를 기본단위로 하고, 당해 요철구조체가 복
수 설치된 기판과, 상기 요철구조체의 위에 설치된 광반사성 박막을 포함하여 이루어지는 반사판과,

상기 대향기판과 반사판과의 사이에 끼워지지된 액정층을 가지고 있는 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자.

청구항 19.

제18항에 있어서,

상기 반사판이 복수의 상기 요철구조체가 상기 기판상에 주기적으로 설치된, 광을 반사회절시키는 회절형 반사판인 것
을 특징으로 하는 반사형 표시소자.

청구항 20.

제18항에 있어서,

상기 요철(凹凸)구조체에서의 요철의 정수리부의 높이위치, 또는 저부의 깊이위치가 서로 다른 것을 특징으로 하는 반
사형 표시소자.

청구항 21.

제18항에 있어서,

상기 요철구조체는 서로 높이가 다른 복수의 미소한 주상부가 각각 독립하여, 또는 적어도 일부가 결합하여 구성된 주
상부 집합체인 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자.

청구항 22.

제21항에 있어서,

상기 요철구조체의 높이분포는 피크가 중심부분으로부터 특정방향으로 어긋난 위치에 있고, 또한 그 피크로부터 주연을 
향하여 감소경향을 나타내는 분포상태를 나타내고,

상기 요철구조체를 덮는 상기 광반사성 박막의 표면은, 상기 특정방향에서의 곡율이 상기 특정방향과는 반대의 방향에
서의 곡율보다도 큰 곡면인 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자.

청구항 23.

제22항에 있어서,

상기 요철구조체와 광반사성 박막과의 사이에는 적어도 1층의 고분자 수지층이 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 반
사형 표시소자.

청구항 24.

제18항에 있어서,
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상기 요철구조체는 계단형상의 단부를 복수 가지는 계단형상 구조체인 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자.

청구항 25.

제24항에 있어서,

상기 요철구조체의 높이 분포는 피크가 중심부분으로부터 특정방향으로 어긋난 위치에 있고, 또한 그 피크로부터 주연
을 향하여 감소경향을 나타내는 분포상태를 나타내고,

상기 요철구조체를 덮는 상기 광반사성 박막의 표면은 상기 특정방향에서의 곡율이 상기 특정방향과는 반대의 방향에
서의 곡율보다도 큰 곡면인 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자.

청구항 26.

제25항에 있어서,

상기 요철구조체와 광반사성 박막과의 사이에는 적어도 1층의 고분자 수지층이 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 반
사형 표시소자.

청구항 27.

제18항에 있어서,

상기 반사판이 복수의 상기 요철구조체가 상기 기판상에 주기적으로 설치된, 광을 반사회절시키는 회절형 반사판인 것
을 특징으로 하는 반사형 표시소자.

청구항 28.

제18항에 있어서,

상기 요철구조체의 평면형상에서의 크기가 1 ㎛이상, 100 ㎛ 이하의 범위내에 있는 것을 특징으로 하는 반사형 표시소
자.

청구항 29.

제18항에 있어서,

상기 복수의 요철구조체가 각각 광을 반사회절시키는 주기구조를 가지고 있고, 그 요철구조체는 그 위치 및/또는 주기
의 방향이 랜덤하게 되도록 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자.

청구항 30.

비선형 소자가 설치된 기판과,

상기 기판상에 설치되어 소정의 영역에 요철구조체를 가지는 감광성 수지층과,

상기 감광성 수지층 상에 설치된 광반사성을 가지는 화소전극으로서, 그 감광성 수지층에 설치된 콘택트홀을 거쳐 상기 
비선형 소자와 전기적으로 접속된 그 화소전극을 구비하고,

상기 콘택트홀의 저부에는 광반사성막이 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자.
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청구항 31.

제30항에 있어서,

상기 감광성 수지층에서의 콘택트홀의 내벽근방의 가교도는 다른 부분과 비교하여 큰 것을 특징으로 하는 반사형 표시
소자.

청구항 32.

비선형 소자가 설치된 기판과,

상기 기판상에 설치되어 소정의 영역에 요철구조체를 가지는 감광성 수지층과,

상기 감광성 수지층 상에 설치된 광반사성을 가지는 화소전극으로서, 그 감광성 수지층에 설치된 콘택트홀을 거쳐 상기 
비선형소자와 전기적으로 접속된 그 화소전극을 구비하고,

상기 콘택트홀의 저부에는 상기 감광성 수지층보다도 표면에너지가 큰 박막이 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 반사
형 표시소자.

청구항 33.

제32항에 있어서,

상기 감광성 수지층에서의 콘택트홀의 내벽근방의 가교도는 다른 부분과 비교하여 큰 것을 특징으로 하는 반사형 표시
소자.

청구항 34.

비선형 소자가 설치된 기판과,

상기 기판상에 설치되어 소정의 영역에 요철구조체를 가지는 감광성 수지층과,

상기 감광성 수지층 상에 설치된 광반사성을 가지는 화소전극으로서, 그 감광성 수지층에 설치된 콘택트홀을 거쳐 상기 
비선형소자와 전기적으로 접속된 그 화소전극을 구비하며,

상기 콘택트홀은 그 내벽근방의 가교도가 다른 부분보다도 크게 되도록 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 반사형 표시
소자.

청구항 35.

비선형 소자 및 복수의 요철이 설치된 기판과,

상기 요철 상에 설치된 광반사성을 가지는 화소전극을 구비하는 반사판으로서,

상기 요철이, 상기 비선형 소자를 구성하는 층중, 임의로 선택한 1층 또는 복수의 충을 적층한 것으로 이루어지는 것을 
특징으로 하는 반사형 표시소자.

청구항 36.

한쌍의 기판 사이에 액정층이 설치된 반사형 표시소자로서,
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상기 한쌍의 기판 중 한쪽의 기판에는 금속막으로 덮인 요철과, 다른쪽의 기판을 지지하는 지지부가 일체적으로 성형되
어 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자.

청구항 37.

제36항에 있어서,

상기 요철이 각추형상 또는 원추형상인 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자.

청구항 38.

제37항에 있어서,

상기 각추형상의 요철에서의 경사면 또는 원추형상의 요철에서의 모선(母線)과, 수평면과의 이루는 각을 경사각으로 
한 경우, 상기 요철은 여러가지 다른 경사각으로 분산배치되어 있고, 상기 경사각이 4 °∼ 16 °의 범위내인 것을 특
징으로 하는 반사형 표시소자.

청구항 39.

제36항에 있어서,

상기 한쪽의 기판상에는 상기 요철 및 다른쪽의 기판을 지지하는 지지부가 일체적으로 성형된 고분자 수지층이 설치되
어 있는 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자.

청구항 40.

제39항에 있어서,

상기 한쪽의 기판상에 복수의 비선형 소자가 설치됨과 동시에, 상기 고분자 수지층에 상기 비선형 소자와, 상기 금속막
을 전기적으로 접속시키는 콘택트홀이 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자.

청구항 41.

제36항에 있어서,

상기 한쪽의 기판상에, 상기 요철 및 다른쪽의 기판을 지지하는 지지부가 일체적으로 성형된 수지필름이 라미네이트되
어 있는 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자.

청구항 42.

제41항에 있어서,

상기 수지필름이 감광성 수지로 이루어지는 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자.

청구항 43.

제36항에 있어서,

상기 한쪽의 기판이 표면에 상기 요철 및 다른쪽의 기판을 지지하는 지지부가 성형된 플라스틱기판인 것을 특징으로 하
는 반사형 표시소자.
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청구항 44.

기판 상에 설치된 감광성 수지층과, 그 감광성 수지층 상에 설치된 금속막을 가지는 반사형 표시소자에 있어서,

상기 감광성 수지층은 상기 기판상에 도포된 감광성 수지에, 포토마스크를 거쳐 노광하여 현상되는 것에 의해 형성된 
것으로서, 상기 노광에서 사용하는 노광기 및 상기 감광성 수지의 해상한계보다도 미소한 망점군으로 이루어지는 차광
패턴을 가지고, 또한 면내에서의 차광패턴의 광의 평균투과율이 불균일한 포토마스크를 거쳐 노광하는 것에 의해, 표면
이 요철형상로 형성된 것인 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자.

청구항 45.

기판 상에 감광성 수지층을 형성하는 공정과,

상기 감광성 수지층에 소정의 형상으로 패터닝된 차광부를 가지는 포토마스크를 거쳐 광을 조사하는 노광공정과,

광조사된 상기 감광성 수지층을 현상하여, 복수의 레지스트기둥을 형성하는 현상공정과,

상기 복수의 레지스트기둥을 형성한 기판에 열처리를 행하는 것에 의해, 서로 높이가 다른 복수의 미소한 주상부가 각
각 독립하여, 또는 적어도 일부가 결합하여 구성된 주상부 집합체를 형성하는 열처리공정과,

상기 주상부 집합체 상에 광반사성 박막을 형성하는 공정을 구비하고,

상기 포토마스크로서, 서로 크기가 다른 미소한 차광부가 복수 집합하여 하나의 구성단위를 이루고, 그 구성단위가 복
수 형성된 마스크를 사용하는 것을 특징으로 하는 반사판의 제조방법.

청구항 46.

기판상에 감광성 수지층을 형성하는 공정과,

상기 감광성 수지층에, 광의 차폐율이 단계적으로 변화한 차광부를 가지는 포토마스크를 거쳐 광을 조사하는 노광공정
과,

광조사된 상기 감광성 수지층을 현상하여, 계단형상의 레지스트기둥을 복수 형성하는 현상공정과,

상기 계단형상의 레지스트기둥을 형성한 기판에, 열처리를 행하여 그 레지스트기둥의 모서리(角)를 둥글게 하는 것에 
의해, 계단형상의 단부를 복수 가지는 계단형상 구조체를 형성하는 열처리 공정과,

상기 계단형상 구조체 상에 광반사성 박막을 형성하는 공정을 구비하는 것을 특징으로 하는 반사판의 제조방법.

청구항 47.

기판상에 감광성 수지층을 형성하는 공정과,

소정의 형상으로 패터닝된 차광부를 가지는 복수의 포토마스크로서, 상기 차광부의 차광범위의 크기가 포토마스크마다 
서로 다르게 되어 있고, 또한 어떠한 포토마스크에 있어서도 그 포토마스크의 차광부과, 다음으로 작은 차광범위를 가
지는 차광부와의 사이에는 당해 차광부의 차광범위 내에 당해 작은 차광범위가 내포된 관계를 가지는, 그와 같은 복수
의 포토마스크를 준비하고,

차광부의 차광범위가 큰 포토마스크로부터 순차 사용하여 상기 감광성 수지층에 광을 조사하는 노광공정과,
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광조사된 상기 감광성 수지층을 현상하여, 계단형상의 레지스트기둥을 복수 형성하는 현상공정과,

상기 계단형상의 레지스트기둥을 형성한 기판에, 열처리를 행하여 그 레지스트기둥의 모서리(角)를 둥글게 함으로써, 
계단형상의 단부를 복수 가지는 계단형상 구조체를 형성하는 열처리공정과,

상기 계단형상 구조체 상에 광반사성 박막을 형성하는 공정을 구비하는 것을 특징으로 하는 반사판의 제조방법.

청구항 48.

비선형 소자가 설치된 기판과,

상기 기판상에 설치되어 소정의 영역에 요철구조체를 가지는 감광성 수지층과,

상기 감광성 수지층 상에 설치된 광반사성을 가지는 화소전극으로서, 그 감광성 수지층에 설치된 콘택트홀을 거쳐 상기 
비선형 소자와 전기적으로 접속된 그 화소전극을 가지는 반사판의 제조방법으로서,

상기 기판상에 비선형소자를 형성하는 공정과,

상기 콘택트홀의 형성위치에 소정의 형상으로 패터닝된 광반사막을 형성하는 광반사막 형성공정과,

상기 기판 및 광반사막 상에 감광성 수지재료를 도포하는 도포공정과,

상기 감광성 수지재료에 소정의 형상으로 패터닝된 차광부를 가지는 포토마스크를 거쳐 광조사하는 노광공정과,

광조사된 상기 감광성 수지재료를 현상하여, 상기 콘택트홀과 소정의 영역에 형성된 복수의 레지스트기둥을 구비한 감
광성 수지층을 형성하는 현상공정과,

상기 감광성 수지층을 열처리하는 것에 의해, 복수의 상기 레지스트기둥의 가장자리부를 열변형시켜 둥글게 하는 열처
리공정과,

상기 감광성 수지층을 열처리하는 것에 의해 경화시키는 포스트베이크공정과,

상기 감광성 수지층 상에 광반사성을 가지는 화소전극을 형성하는 화소전극 형성공정을 구비하는 것을 특징으로 하는 
반사판의 제조방법.

청구항 49.

비선형 소자가 설치된 기판과,

상기 기판상에 설치되어 소정의 영역에 요철구조체를 가지는 감광성 수지층과,

상기 감광성 수지층 상에 설치된 광반사성을 가지는 화소전극으로서, 그 감광성 수지층에 설치된 콘택트홀을 거쳐 상기 
비선형 소자와 전기적으로 접속된 그 화소전극을 가지는 반사판의 제조방법으로서,

상기 기판상에 비선형 소자를 형성하는 공정과,

상기 콘택트홀의 형성위치에 상기 감광성 수지층보다도 표면에너지가 큰 프레임형상의 박막을 형성하는 박막형성공정
과,

상기 기판 및 박막상에 감광성 수지재료를 도포하는 도포공정과,
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상기 감광성 수지재료에 소정의 형상으로 패터닝된 차광부를 가지는 포토마스크를 거쳐 광조사하는 노광공정과,

광조사된 상기 감광성 수지재료를 현상하여, 상기 콘택트홀과 소정의 영역에 형성된 복수의 레지스트기둥을 구비한 감
광성 수지층을 형성하는 현상공정과,

상기 감광성 수지층을 열처리하는 것에 의해, 복수의 상기 레지스트기둥의 가장자리부를 열변형시켜 둥글게 하는 열처
리공정과,

상기 감광성 수지층을 열처리하는 것에 의해 경화시키는 포스트베이크공정과,

상기 감광성 수지층 상에 광반사성을 가지는 화소전극을 형성하는 화소전극 형성공정을 구비하는 것을 특징으로 하는 
반사판의 제조방법.

청구항 50.

비선형 소자가 설치된 기판과,

상기 기판상에 설치되어 소정의 영역에 요철구조체를 가지는 감광성 수지층과,

상기 감광성 수지층 상에 설치된 광반사성을 가지는 화소전극으로서, 그 감광성 수지층에 설치된 콘택트홀을 거쳐 상기 
비선형 소자와 전기적으로 접속된 그 화소전극을 가지는 반사판의 제조방법으로서,

상기 기판상에 비선형 소자를 형성하는 공정과,

상기 비선형 소자에서의 드레인 전극 상에 상기 감광성 수지층보다도 표면에너지가 큰 박막을 형성하는 박막형성공정
과,

상기 기판 및 박막 상에 감광성 수지재료를 도포하는 도포공정과,

상기 감광성 수지재료에 소정의 형상으로 패터닝된 차광부를 가지는 포토마스크를 거쳐 광조사하는 노광공정과,

광조사된 상기 감광성 수지재료를 현상하여, 상기 콘택트홀과 소정의 영역에 형성된 복수의 레지스트기둥을 구비한 감
광성 수지층을 형성하는 현상공정과,

상기 감광성 수지층을 열처리하는 것에 의해, 복수의 상기 레지스트기둥의 가장자리부를 열변형시켜 둥글게 하는 열처
리공정과,

상기 박막을 애싱에 의해 제거하는 제거공정과,

상기 감광성 수지층을 열처리하는 것에 의해 경화시키는 포스트베이크 공정과,

상기 감광성 수지층상에 광반사성을 가지는 화소전극을 형성하는 화소전극 형성공정을 구비하는 것을 특징으로 하는 
반사판의 제조방법.

청구항 51.

비선형 소자가 설치된 기판과,

상기 기판 상에 설치되어 소정의 영역에 요철구조체를 가지는 감광성 수지층과,
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상기 감광성 수지층 상에 설치된 광반사성을 가지는 화소전극으로서, 그 감광성 수지층에 설치된 콘택트홀을 거쳐 상기 
비선형 소자와 전기적으로 접속된 그 화소전극을 가지는 반사판의 제조방법으로서,

상기 기판상에 비선형 소자를 형성하는 공정과,

상기 기판상에 감광성 수지재료를 도포하는 도포공정과,

상기 감광성 수지재료에 소정의 형상으로 패터닝된 차광부를 가지는 포토마스크를 거쳐 광조사하는 노광공정과,

광조사된 상기 감광성 수지재료를 현상하여, 상기 콘택트홀과 소정의 영역에 형성된 복수의 레지스트기둥을 구비한 감
광성 수지층을 형성하는 현상공정과,

상기 콘택트홀 근방에 단파장영역의 광을 조사하는 광조사공정과,

상기 감광성 수지층을 열처리하는 것에 의해, 복수의 상기 레지스트기둥의 가장자리부를 열변형시켜 둥글게 하는 열처
리공정과,

상기 감광성 수지층을 열처리하는 포스트베이크공정과,

상기 감광성 수지층 상에 광반사성을 가지는 화소전극을 형성하는 화소전극 형성공정을 구비하고,

상기 콘택트홀의 내벽근방은 다른 부분보다도 가교도가 높은 것을 특징으로 하는 반사판의 제조방법.

청구항 52.

제51항에 있어서,

상기 열처리공정의 후에, 상기 콘택트홀 근방에 단파장영역의 광을 조사하는 광조사공정을 더 행하는 것을 특징으로 하
는 반사판의 제조방법.

청구항 53.

기판상에 감광성 수지층을 형성하는 공정과,

상기 감광성 수지층에 소정의 형상으로 패터닝된 차광부를 가지는 제1 포토마스크를 거쳐 광조사하는 노광공정과,

광조사된 상기 감광성 수지층을 현상하여, 복수의 레지스트기둥을 형성하는 현상공정과,

복수의 상기 레지스트기둥에서의 소정의 영역에 소정의 형상으로 패터닝된 개구부를 가지는 제2 포토마스크를 거쳐 단
파장영역의 광을 조사하는 조사공정과,

상기 레지스트기둥을 열처리하는 것에 의해 복수의 상기 레지스트기둥의 가장자리부를 열변형시켜 단면형상이 비대칭
인 요철구조체를 복수 형성하는 열처리공정과,

상기 감광성 수지층을 열처리하는 포스트베이크공정과,

상기 감광성 수지층 상에 광반사성을 가지는 화소전극을 형성하는 화소전극 형성공정을 구비하는 것을 특징으로 하는 
반사판의 제조방법.

청구항 54.
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제53항에 있어서,

상기 열처리공정의 후에, 복수의 상기 요철구조체에 단파장영역의 광을 조사하는 광조사공정을 더 행하는 것을 특징으
로 하는 반사판의 제조방법.

청구항 55.

한쌍의 기판사이에 광변조층을 구비한 반사형 표시소자의 제조방법으로서,

상기 한쌍의 기판중, 한쪽의 기판상에 고분자 수지층을 형성하고,

미세한 요철형상 패턴군, 및 구멍이 배치되어 이루어지는 요철패턴이 설치된 정반을 상기 고분자 수지층에 프레스하며,

상기 고분자 수지층을 경화시킨 후, 상기 정반을 그 고분자 수지층으로부터 이형하고,

상기 고분자 수지층 상에 금속막을 형성하는 것에 의해,

상기 요철패턴을 상기 고분자 수지층으로 부형(賦型)하여, 당해 고분자 수지층 표면에 미세한 요철과, 상기 한쌍의 기
판 중 다른쪽의 기판을 지지하는 지지부를 일체적으로 성형하는 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자의 제조방법.

청구항 56.

제55항에 있어서,

상기 한쪽의 기판 상에 형성하는 상기 고분자 수지층이 감광성 수지층인 경우,

상기 정반으로서 투명성을 가지는 정반을 사용하며,

상기 고분자 수지층의 경화는 상기 정반을 거쳐 그 감광성 수지층에 광을 조사하는 것에 의해 행하는 것을 특징으로 하
는 반사형 표시소자의 제조방법.

청구항 57.

제55항에 있어서,

상기 한쌍의 기판 상에 형성하는 상기 고분자 수지층이 열가소성 수지층인 경우,

상기 정반을 상기 열가소성 수지층에 프레스할 때, 가열하면서 행하는 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자의 제조방법.

청구항 58.

제55항에 있어서,

상기 한쪽의 기판 상에는 비선형 소자가 설치되어 있고,

상기 정반으로서 상기 비선형 소자에서의 출력단자부에 상당하는 위치에 콘택트홀을 형성하기 위한 돌기를 가지고 있
는 것을 사용하는 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자의 제조방법.

청구항 59.
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제58항에 있어서,

상기 정반을 고분자 수지층으로부터 이형한 직후, 상기 비선형 소자의 출력단자부가 노출할 때까지, 상기 고분자 수지
층에서의 상기 콘택트홀의 저부를 에칭하는 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자의 제조방법.

청구항 60.

한쌍의 기판 사이에 광변조층을 구비한 반사형 표시소자의 제조방법으로서, 상기 한쌍의 기판 중 한쪽의 기판에 미세한 
요철형상 패턴군 및 구멍이 배치되어 이루어지는 요철패턴이 설치된 정반을 프레스하고,

상기 한쪽의 기판을 경화시킨 후, 상기 정반을 한쪽의 기판으로부터 이형하며,

상기 한쪽의 기판 상에 금속막을 형성하는 것에 의해,

상기 요철패턴을 상기 한쪽의 기판으로 부형하여, 한쪽의 기판 표면에 미세한 요철과, 다른쪽의 기판을 지지하는 지지
부를 일체적으로 성형하는 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자의 제조방법.

청구항 61.

제60항에 있어서,

상기 한쪽의 기판이 감광성 수지로 이루어지는 경우,

상기 정반으로서 투명성을 가지는 정반을 사용하고,

상기 한쪽의 기판의 경화는 상기 정반을 거쳐 한쪽의 기판에 광을 조사하는 것에 의해 행하는 것을 특징으로 하는 반사
형 표시소자의 제조방법.

청구항 62.

제60항에 있어서,

상기 한쪽의 기판이 열가소성 수지로 이루어지는 경우,

상기 정반을 상기 한쪽의 기판에 프레스할 때, 가열하면서 행하는 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자의 제조방법.

청구항 63.

한쌍의 기판 사이에 광변조층을 구비한 반사형 표시소자의 제조방법으로서,

미세한 요철형상 패턴군이 배치되어 이루어지는 요철패턴이 설치된 성형형 상에, 고분자수지층을 형성하고,

상기 한쌍의 기판 중 한쪽의 기판과, 상기 성형형을 상기 고분자 수지층이 그 기판측으로 되도록 접합한 후, 그 성형형
을 그 고분자 수지층으로부터 이형하여 그 기판상에 고분자 수지층을 라미네이트하며,

상기 고분자 수지층 상에 금속막을 형성하는 것에 의해

상기 요철패턴을 상기 고분자 수지층으로 부형하여, 당해 고분자 수지층 표면에 미세한 요철을 형성하는 것을 특징으로 
하는 반사형 표시소자의 제조방법.
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청구항 64.

제63항에 있어서,

상기 성형형으로서, 고분자 수지로 이루어지는 베이스필름을 사용하는 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자의 제조방법.

청구항 65.

제63항에 있어서,

상기 성형형으로서, 상기 한쌍의 기판 중 다른쪽의 기판을 지지하는 지지부를 형성하기 위한 구멍이 소정 위치에 설치
된 것을 사용하는 것을 특징으로 하는 반사형 표시소자의 제조방법.

청구항 66.

기판 상에 감광성 수지층을 도포한 후, 포토마스크를 거쳐 노광, 현상을 하는 것에 의해 당해 감광성 수지층에 요철을 
형성하고, 또한 상기 요철표면에 반사막을 성막하는 반사판의 제조방법으로서,

상기 포토마스크는 상기 노광에서 사용하는 노광기 및 상기 감광성 수지층의 해상한계보다도 미소한 망점으로 이루어
지는 차광패턴을 가지며,

또한, 면내에서의 차광패턴의 광의 평균투과율이 불균일한 것을 특징으로 하는 반사판의 제조방법.

청구항 67.

제66항에 있어서,

상기 기판 상에는 비선형 소자가 설치되어 있고,

상기 포토마스크로서, 상기 비선형 소자의 출력부에 대응하는 부분에 차광부 또는 비차광부가 설치된 마스크를 사용하
는 것을 특징으로 하는 반사판의 제조방법.
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摘要(译)

反射器包括多个微小的列，它们是安装在基板上部的光反射薄膜，决定
了相应的独立性或部分组合并构成基体单元的柱状聚合体，其中凹凸结
构是多重安装。和凹凸结构。由此，具有优异的散射光的反射器，包括
正面方向等的对比度可以反射它是入射光不是右反射方向和纸白色性
质，其制造方法和包括其的反射显示装置可以是提供。此外，作为其中
液晶层安装在一对基板中的反射显示装置，支撑凹凸的支撑部分，被金
属层和相对板覆盖，在一个基板中整体成形，并且安装在一个基板中。
一对基板。据此，减少了向右反射方向的反射。它很明亮，而且白度
高。同时均匀地完成单元间隙，并且可以减少显示不均匀的产生。反射
器，柱聚合体，光反射率薄膜，对比度，白度，显示不均匀性。
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